(35
i
W

g S

&
N

\

S

i
.

6
i

i

At

BT
A

s




SES@mSEnn

1974 field effect transistors
Transistors & effet de champ 1974

Direction commerciale : 191, Boulevard Murat - 75781 Paris Cedex 16
Téléphone : (1) 5256-75-75 Télex : 28 060

7\

@
THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS




FRANCE
THOMSON-—CSF - Division Semiconducteurs SESCOSEM

Direction commerciale
101, Boulevard Murat - 75781 Paris Cedex 16
Téléphone : (1) 525-75-75  Télex : 28 060

Service commercial région Est, Sud-Est : 38120 Saint-Egréve
Téléphone : (76) 96 - 48-48  Télex : 25 731 F Tesafi - Paris

Service commercial Sud
15, Avenue Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence
Téléphone : (91) 27 -98- 15 Télex : 41 665

DEUTSCHLAND
SESCOSEM Halbleiter GmbH Co. KG

D - 8000 Miinchen 25, Fallstrass 42,
Telephon : (0811) 73 - 10 - 42 Telex : 522 916

ITALIA
SESCOSEM ITALIANA S.P.A

Direzione commerciale - Ufficio Vendite et Deposito
20 125 MILANO - Via M. Gioia, 72
Tel : 6884 - 141 Telex : 31 042

Ufficio Vendite
00193 ROMA - Lungotevere dei Mellini, 45
Tel :31-27-22, 35-30-05 Telex : 61 173 Telonde

Stabilimento : SERMONETA (Latina)

. See on last pages
Distributors Voir en derniéres pages

Distributeurs
Verkaufsstellen



INTRODUCTION

Since the ""Semiconductors - Tome 1 1971"
Data book was published Sescosem enlarged
its Field Effect Transistors production.

In this booklet, data sheets of TEC are gathe-
red, woiting "1974 Transistors Data book”
publication.

We hope this booklet wille be use ful for you.

INTRODUCTION

Depuis la publication en 1971 du catalogue “Semi-
conducteurs - Tome 1” le nombre de transistors &
effets de champ fabriqués par Sescosem a augmenté.

Nous avons dans ce recueil réuni les notices corres-
pondantes en attendant la parution du catalogue
“Transistors 1974".

Nous espérons que cet ouvrage vous sera utile.




FIELD EFFECT TRANSISTORS
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

F 7/

TO-72 TO-18 T0-924 X554 [To-71)
(CB-4) (CB-6) (CB-97) (CB-76) (CB-124)
N channel field effect transistors (metal can)
Transistors a effet de champ, canal N (boitier métal)
e |G V(BRI))Gss '&is), '(%SAS) :’rgcls) VG(%/o)ff 0(1 1ss C(12Fss 'oson| F/ f
Type Boitier (pA)* Pl pF) | () (dﬂ(:wél:)z’)
min max min-max | min-max min-max max max max max
2N 3821 TO-72 -50 01 05-25 1545 -4 6 3 5 10
2N 3822 TO-72 —50 01 2 -10 3,065 -6 6 3 5 10
2N 3823 TO-72 -30 05 4 -20 3565 -8 6 2 25 100"
2N 3824 TO-72 —50 0,1 -8 6 3 250
2N 3966 TO-72 —-30 0,1 2 = —4 -6 6 1,5 220
2N 4091 TO-18 —40 02 30- —5-10 16 5 30
2N 4091 A TO-18 —50 25* 30 - —5-—10 16 5 30
2N 4092 TO-18 —-40 02 15 - —2 -7 16 5 50
2N 4092 A TO-18 -50 25" 15 - —2 -7 16 5 50
2N 4093 TO-18 —40 02 8 - —1-=56 16 5 80
2N 4093 A TO-18 -50 25* 8 - —1-5 16 5 80
2N 4220 TO-72 -30 01 05-3 1 -4 -4 6 2
2N 4220 A TO-72 -30 01 05-3 1 -4 —4 6 2 5 100
2N 4221 TO-72 -30 01 2 -6 2 -5 -6 6 2
2N 4221 A TO-72 —-30 01 2 -6 2 -5 —6 6 2 5 100
2N 4222 TO-72 —-30 01 5 -15 256 —8 6 2
2N 4222 A TO-72 -30 01 5 -15 256 -8 6 2 5 100
2N 4391 TO-18 —40 0,1 50 -150 —4-10 14 35 30
2N 4392 TO-18 —-40 0,1 25 -75 —2—-5 14 3,5 60
2N 4393 TO-18 —-40 0,1 5 -30 —0,5-3 14 35 100
2N 4416 T0-72 —30 0,1 5 -15 4575 —6 4 0,8 400"
2N 4416 A TO-72 —-35 01 5 -15 4575-256 4 0,8 4 400"
2N 4446 TO-18 -25 3 100- 2-10 50 25 10
ESM 4446 TO-18 —-25 0,2 100- —3-—10 50 25 8
2N 4448 TO-18 —20 3 100- —-2-10 50 25 12
ESM 4448 TO-18 —25 0,2 50 - —1-5 50 25 12
2N 4877 TO-18 -30 05 50 - —4 10 35 8 15
2N 4978 TO-18 -30 05 15 - —-2-8 35 8 20

APlastic case

Boitier plastique

#To be published later
Sera publiée ultérieurement




FIELD EFFECT TRANSISTORS
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP

N channel field effect transistors (metal can)
Transistors & effet de champ, canal N (boitier métal)

Type Case V(B?\}?SS I(Gnisi I(%is) (sz\}; Vcﬁ/?ﬂ C(I.' 1ss| C12ss | 'Dson| F / f_
Tiee  Bosthr o, PF) | (BF) | () |(eB) (Hz
min max min-max min-max min-max max max ‘max max
2N 4979 TO-18 -30 05 75- —0,5-5 35 IS 40
2N 5432 TO-18 —25 0,2 150- —4 -10 30 15 5
2N 5433 TO-18 -25 0,2 100- —3--9 30 15 7 o
2N 5434 TO-18 —-25 0,2 30 - —1 -4 30 15 10
N channel field effect transistors (epoxy can)
Transistors a effet de champ, canal N (boitier epoxy)
T G V(B(R\};sss 'gsAs) | '(DS: Y215 | Vasoff|C11ss| C12ss| 'Dson| F/ f _
Tyie Boicier I mA) (mV) (V) 55);) (‘55) () [(dB) (kHz)
min max min-max | min-max min-max max" max* max max
2N 3819 TO-92  -25 2 2 20 2 65 —8 8* 4* D) 1
BC 264 X-55 —-30 10 2 -12 25 —05 4 1,2 2 1
BC 264 A X-55 -30 10 2 45 25- —0,5- 4 1,2 2 1
BC 264 B X-55 --30 10 3565 3 —0,5- 4 1,2 2 1
8C 264 C X-55 30 10 5 -8 3,5- —0,5- 4 1,2 2 1
3C264D X-55 -30 10 7 -12 4 —0,5- 4 1.2 2 1
BF 245 X-55 30 5 2 25 3 65 —0,5-8 4 1,1
BF 245 A X-55 --30 b 2 65 3 -65—0,58 4 1.1
B8F 245 B X-55 '730 5 6 -15 3 -6,5—0,58 4 1,1
BF 245 C X-55 -30 5 12 -25 3 -6,5 —0,5-8 4 1.9
" BF 247  X55 25 5 103008 - —06145 15 35
BF 247 A X-55 -25 5 30 -80 8 —0,6-145 15 3,6
BF 2478  X-55 25 5 60 -140 8 —06145 15 35
8F247C X-55 25 5  110-250 8 —06145 15 35

FET dual transistors, N channel
Transistors a doubles effet de champ, canal N

Vigricss|'Gss| 'pss | Y21s | VGsoft|C11ss|C12ss Matching - Apparierent
Type |Case (V) (nA)“ (mA) | (mV) (V) | (pF) | (pF)
Tyee ||Roiter (PA) Y215|'Dss| Vas1—Vas2|AVas/AT
min max min-max|min-max min-max max max | (%) | (%) mV (uV/°C)

ESM25 TO-71 -30 0,1 0510 1-5-0,745 6 2 20 20 25 80
ESM 25A TO-71 -30 0,1 0510 1-5-0,745 6 2 20 20 20 50
2N5198 TO-71  —50 25* 077 1- —07-4 6 2 5 5 10 20
76199 TO71  —50 25" 077 1- —07-4 6 2 5 5 15

40







Symbols

Symboles

Short-circuit input capacitance, common
source (of a field effect transistor)

Short-circuit reverse transfer capacitance,
common source (of a field effect transistor)

Short-circuit output capacitance, common
source (of a field effect transistor)

Frequency

Drain (D.C) current (of a field effect transistor)

Drain current for VGS =0and VDS specified
(of a FET)

Drain cut-off current, with blocking VGS and
Vpg specified (of a FET)

Gate (D.C) current (of a field effect transistor)

Gate current with Ig =0 and VGD specified
(of a FET)

Gate current with ID =0 and VGS specified (of
a FET)

Total gate leakage current (of a FET) with
Vpg =0and VGS specified

Source (D.C) current (of a FET)

c‘l1ss

C1255

C22ss

Ipss

IDsx

lapo

laso

Igss

Capacité d’entrée, sortie en court-circuit en
source commune (d’un transistor & effet de
champ)

Capacité de transfert inverse, entrée en court-
circuit, en source commune (d’un transistor &
effet de champ)

Capacité de sortie,entrée en courtcircuit,en source
commune (d’un transistor a effet de chamuo)

Friquence

Courant (continu) de drain (d’un transistor a effet

de champ

Courant de drain pour Vg =0et Vo
spécifié (d’un FET)

Courant résiduel de drain avec Vg de hlocage
et Vg spécifiés (d'un FET)

Courant (continu) de grille (d’un transistor
a effet de champ ou d’un FET)

Courant de grille avec | =0 et V g specifié
(dun FET)

Courant de grille avec /D =0et VGS spécifié (d'un

FET)

Courant de fuite total de grille (d'un FET) avec
Vps =0et VGS spécifié

Courant (continu) de source (d’un FET)




Total power dissipation

On-state drain source resistance (of a FET)
rps = (D.C)
rgs = (AC)

Drain-source (D.C)voltage (of a FET)

Drain-source saturation voltage(of a FET)

Turn-off delay time (field-effect transistor)

Turn-on delay time (field-effect transistor)

Fall time

Junction-temperatire

Tunoff tine

Turn-on t:me

Pulse time

Rise time

Gate controlled rise time (of a thyristor or
a triac)

Ptot

'DS on
Tds on

Vps

VDS sat

td(off)

td(on)

b

tofi

on

Dissipation totale de puissance

Résistance drain source & I'état passant (d’un FET)
ps = (en continu)
e = (en alternatif)

Tension (continue) drain-source (d’un FET)

Tension de saturation drain-source (d’un FET)

Retard a la décroissance (d’un transistor a effet de
champ

Retard a la croissance (d’un transistor a effet de
champ)

Temps de decroissang.:

Température b ot

Terips total de décrossance

Temps total de croissance

Durée d’une impulsion

Temps de croissance

Temps de croissance commandée par la gachette
(d’un thyristor ou d’un triac)




Storage temperature

Drain-source breakdown voltage, with VGS =0
and ID specified (of a FET)

Drain-source breakdown voltage, with blocking
Vs and Iy specified (of a FET)

Gate-source breakdown voltage, with Vpg =0
and lg specified (of a FET)

Gate-drain (D.C)voltage (of a FET)

Gate-source (D.C)voltage (of a FET)

Gate-source cut-off voltage (of a FET)

Gate-source threshold voltage (of a FET)

Short-circuit input admittance common
source (field-effect transistor)

Short-circuit input admittance common
source (field-effect transistor)

Short-circuit forward transfer admittance
common source (field-effect transistor)

Short-circuit output transfer admittance,
common source (field -effect transistor)

tstg

V(BR)DSS

V(BRIDSX

V(BRIGSS

Veb

Vas

VGS off

VGs (T0)

E 3
Y11s

%*
Yi2s

%
Y21s

*
Y225

Température de stockage

Tension de claquage drain-source, avec Vgg =0
et I spécifié (d'un FET)

Tension de claquage drain-source, avec VG s de
blocage et | D spécifié (d'un FET)

Tension de claquage grille-source, avec Vps =0
et | spécifié (d’un FET)

Tension (continue) grille-drain (d'un FET)

Tension (continue) grille-source (dun FET)

Tension grille-source de blocage (d’un FET)

Tension grille-source de seuil (d'un FET)

Admittance d’entrée, sortie en court-circuit en

source commune (d’un transistor a effet de champ)

Admittance de transfert inverse, entrée er
court-circuit, en source commune (d’un
transistor a effet de champ)

Admittance de transfert airect, sortie en court-
circuit, en source commune (d’un transistor 8
effet de champ)

Admittance de sortie, entrée en court-circuit en

source commune (d‘un transistor & effet de champ)







FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

Planepox ®

2N 3819

- LF amplification
Amplification BF

- HF amplification
Amplification HF

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

K Preferred device

Dispositif recommandé

Ipss
Y21 s (1 kHZ)

Y21s (100 MHz)

Cqass

2-20mA
2mS min.
1,6 mS min.

4 pF max.

Plastic case TO-92—See outline drawing CB-97 on last pages

Boitier plastique

Voir dessin coté CB-97 derniéres pages

P

tot
(mw)

150

\\
:@
. ) ©
G
50 A
4} Weight : 0,3 g. Bottom view
0 25 50 75 100 t . (°C) Masse Vue de dessous
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t - +250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source v DS 25 v
Gate-source voltage Vv
Tension grille-source GS —25 \"
Gate-drain voltage
Tension grille-drain VG D —25 Y
Gate current
Courant de grille IG 10 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptm 200 mwW
Junction temperature t.
Température de jonction masx, ] 125 °C
Storage temperature min t —55 oG
Température de stockage max stg +150 °c
73-6 1/2
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2N 3819

(Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS t =250C 'ss othe t
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Total gate leakage current Vps =10 | 2 nA
Courant de fuite total de grille Vgs = —15V Gss
Vpg =10
Total gate leakage current = e | -
Courant de fuite total de grille Ves 15V Gss 2 HA
tamp= 100°C
Vhe =0
Gate-source breakdown voltage DS Vv _
Tension de claquage grille-source IG = —-1upA (BRIGSS 25 v
Drain current Vps =15V *
Courant de drain VGS = IDSS 2 20 mA
Gate-source cut-off voltage Vps = 15V _a
Tension grille-source de blocage ID = 2nA VGS off 8 v
Vhe =15V
Gate-source voltage DS Vv _ —
Tension grille-source ID = 200 uA GS 0,5 7,5 A"
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
Vpg =15V
Input capacitance =
Capacité d'entrée VGS =0 c‘I 1ss 8 pF
f = 1MHz
R ‘ . Vps = 15V
everse transfer capacitance _
Capacité de transfert inverse VGS =0 C12§s 4 pF
f = 1 MHz
" —_— Vps = 15V %
Forward transfer admittance _
Admittance de transfert direct VGS =0 IY21 sl 2 6,5 mS
f = 1kHz
F d transfer admittance ¥ps= 18%
orward trans
Admittance de transfert direct Vgs =0 IY21 s l 1,6 mS
f = 100 MHz
Ve = 15V
Output transfer admittance DS — |Y |* - S
Admittance de sortie Vgs =0 22s K
f = 1kHz

* Pulsed
Impulsions

tp=100us 65 <10%

2/2



FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

2N 3823

HF amplification
Amplification HF

Maximum power dissipation

Ipss 4-20 mA

Y215 35-65mS
C12ss 2 pF max.
F (100 MHz) 2,5 dB max.

Case TO-72 — See outlinedrawing CB-4 on last pages

Dissipation de puissance maximale Bori'tier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages
Ptot
(mw)
Bottom view
300 -— l\ Vue de dessous
| N c
200 —+
l N s(@Js
100 Il \ D
| \\
|
! Weight : 0,7 g. C: Substrat connected to case
[¢] 50 100 150 200 ‘amb(oc) Masse C : Substrat relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source v DS 30 v
Gate-source voltage
Tension grille-source VGS —-30 A
Gate-drain voltage
Tension grille-drain VG D —30 v
Gate current
Courant de grille IG 10 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 300 mwW
Junction temperature
Température de jonction max. ‘i 175 Lo
Storage temperature min " —65 °C
Température de stockage max. stg +200 °Cc
73-5 1/3
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2N 3823

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =285°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Total gate leakage current Vpg =0 =

Courant de fuite total de grille ng =20V IGSS 0,5 nA
Vg =10

Total gate leakage current VDS — _20V | 500 A

Courant de fuite total de grille GS ™ GSS - L
tymp= 150°C

Gate-source breakdown voltage Vhe =0

Tension de claquage grille-source |GDs = —1pA V(BR)GSS -30 v

Drain current Vhe =15V

Courant de drain ng -0 Ipss® 4 20 mA

Gate-source cut-off voltage Ve = 15V

Tension grille-source de blocage |DDS = 0,5nA VGS off -8 \

Gate-source voltage Ve =15V

Tension grille-source |DDs = 400 A Vas -1 =75 v

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)

( . VDS =15V

nput capacitance _

Capacité d’entrée Vgs =0 Crrss 6 pF
f = 1MHz
Vphe =15V

Reverse transfer capacitance DS _ c 2

Capacité de transfert inverse VGS - 12ss pF
f = 1MHz

* Pulsed tp=100ms 5 <10%

Impulsions

2/3



2N 3823

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
, dnt Vpg =15V
nput admittance =
Admittance d’entrée Vgs = 0 Re(Yqq4) 800 us
f = 200 MHz
Vpg = 15V
vDS 0 Yo, ¥ 35 6,5 mS
GS AOTH ; z
f = 1kHz
Forward transfer admittance
Admittance de transfert direct
Vpg =15V
VGS =0 |Y21sl 3.2 mS
f = 200 MHz
o fer admitt Vos = 18V
utput transfer admittance _
Admittance de sortie Ves = 0 |Y225| 35 uS
f = 1kHz
o fer admitt Vps= 15V
utput transfer admittance _
Admittance de sortie VGS =0 RelY ol 200 us
= 200 MHz
Vpg= 15V
Noise figure Vae =0
Facteur de bruit Rgs = 1kQ F 25 ds
f = 100 MHz

* pulsed 1, =100ms 5 < 10%

Impulsions

3/3






FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

*2N 3966

- Switching
Commutation

- Chopper

Découpeur

Maximum power dissipation

K Preferred device

Dispositif recommandé
Ipss 2mA min.
Vesoft 4-6V
1 DSX 1nA max.
ds on 220 © max.

Case TO-72 — See outlinedrawing CB-4 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages
P
tot
(mw) "
Bottom view
300 Vue de dessous
|
| \ C
- I «Qs
I
1 \ D
100 1
|
|
| Weight : 0,7 g. C : Substrat connected to case
[¢] 50 100 150 tamb("C) Masse C:  Substrat relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =4+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source b DS 30 \
Gate-source voltage Vv
Tension grille-source GS —-30 v
Gate-drain voltage Vv
Tension grille-drain GD —-30 v
Gate current |
Courant de grille G 10 mA.
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 300 mW
Junction temperature t.
Température de jonction e ) 200 °c
Storage temperature min. t —55 °C
Température de stockage stg o
max. + 200 Cc

THOMSON - CSF
DISION_SF

ISES BISE

73-



2N 3966

STATIC CHARACTERISTICS t ., —95oC
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions G
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vep= —20V
D
|SG =0 lcpo -0,1 nA
Gate current
Courant de grille
Vgp= —20V
IS =0 lebo —200 nA
tymp= 150°C
Total gate leakage current Vgs = —20V
Courant de fuite total de grille Vps =0 lgss -0,1 nA
Gate-source breakdown voltage Vps = 0 v 30
Tension de claquage grille-source g = —1puA (BR)GSS = Vv
Vphe = 10V
DS |
Vgs= -7V DSX 1 nA
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain
VDS =10V
Vs =7V Ipsx 9 uA
= o
tamb= 150°C
. Vhe =20V
Drain current DS |
Courant de drain VGS =0 DSS 2 mA
Gate-source cut-off voltage Vps = 10V 4
Tension grille-source de blocage ID = 10nA VGS off - -6 v
Drain-source saturation voltage VGS =0
Tension de saturation drain-source ID = 1mA VDS sat 0,25 v

2/5



*2N 3966

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t _250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions Y
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
i VGS 0
On-state drain-source resistance | 0 r
Résistance drain-source & I'état passant D ~ ds on 220 Q
f = 1kHz
Vas =0
f  =1MHz Ci1ss (6%) pF
) (VDS —20V¥)
Input capacitance
Capacité d’entrée
VGS =0
f  =1MHz Ci1ss 9 pF
VDS =0
" VDS =0
Reverse transfer capacitance - _ c 15 F
Capacité de transfert inverse VGS 7V 12ss ! p
f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on delay time t
Retard & la croissance dfon) 20 ns
VGSX =—-6V
Rise time vGs on °
i = t
Temps de croissance YD D 15V r 100 ns
Don =~ 1mA
RL = 1,25 kQ
Turn-off time t
Temps total de décroissance off 100 ns

* |ndicates JEDEC registred data
Valeurs d’origine JEDEC pour information

3/5



2N 3966 *

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

RL 1uF
Generator _.||.__|
Générateur I — \ §
V1 ot U Oscilloscope
Zo =500 v Oscilloscope
t < 1ns
t. <1lns | | [] 1 [ v/’—’\/ z,=50Q
f 50 Q
t ~ 1us — 1391 SOQJ t, <10ns
g) = 50% CI < 10pF
IFs £
Q
Vop| ==14F
1 -[
A\
o
vik
oV—
90 %
Vgsx = 6V 50 %
10 %
V= VGSX
a1
Y Y
v2 Yotf ton —i
Yd(off) t td(on) t
~ VDD
10%
|D on =~ 1mA
Iponx258 | 0%
0 V " —

4/5



*2N 3966

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

| "ds
D T T T
(mA) Vpg =15 V_| “‘“é
— 4
1
10 \\\\ )
10° AN \\ 107, I T
pe | |
min \ \ max a I I
10" \\\ \\ , min./ !max.
152 \ \\ 1008 7 7
6 //
4 V7
10 /
e ///
/
104 101
0 1 2 3 4 5 6 7 -vgv 0 —2 -4 —6-Vgs'V)
DS on 'bss 'Gss
(Q) (mA) (nA) Vgg=-20V
° 7
’ //
250 25 100 /
r . /
DS on
2 //
1
b, DSS i
200 N % 20 10 /
\, / s
\.‘ 2
T /
L 8
150 "\\ 15 102 //
~
SN 5
/ & /
i 2
100 10 103
0 50 100 150 t°C) 0 50 100 150 ylec)
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FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

*2N 4091
* 2N 4092
¥ 2N 4093

- Fast witching
Commutation rapide

- Chopper
Découpeur

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

P
tot
(w)

18

BN

|
|
|
6
T

*

Preferred device

Dispositif recommandé

Ipss

DS on

30 mA
15 mA
8 mA

30Q
50 Q
80 Q

min. 2N 4091
min. 2N 4092
min. 2N 4093
max. 2N 4091
max. 2N 4092
max. 2N 4093

Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages

Boitier

Voir dessin coté CB-6

Weight : 0,32g.

6 (s

D

derniéres pages

Gate is connected to case

o 50 100 150 200 tca“(°C) Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source v DS 40 \
Gate-source voltage v 40 -
Tension grille-source GS =
Gate-drain voltage
Tension grille-drain VG D —40 \
Gate current

Courant de grille IG 10 mA
Power dissipation _

Dissipation de puissance tcase =25°C Ptot 1.8 w
Junction temperature o
Température de jonction max. tj 175 C
Storage temperature min —556 °Cc
Température de stockage max. tstg +200 °C

THOMSON - CSF
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2N 4091 %
2N 4092 %
2N 4093 %

STATIC CHARACTERISTICS t —250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions 1
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vae = —20V
GS =
'D =0 'GSO 0,2 nA
Vap= —20V
GD -
Gate current le =0 'Gbo 0.2 B
Courant de grille S
VGD =-20V
g =0 IGDo -04 uA
tamb= 150°C
Total gate leakage current Vps =0
Courant de fuite total de grille Vgg = —20V lgss =02 nA
Gate-source breakdown voltage Vpg =0
Tension de claquage grille-source |GDS = —1pA V(BR )GSS —40 v
Ve = 20V
DS I 2N 2091 0,2
Vgs = —12V DSX ' nA
Vog=20V
DS | 2N 4092
Vas = -8V DSX 09 0,2 nA
Vhe = 20V
DS | 2N 4
Vgs = -6V DSX 093 0,2 nA
Drain cut-r_Jff current VDS =20V
Courant résiduel de drain VGS = 12V |DSX oN 4091 04 A
tmb= 150°C
VDS =20V
VGS = -8V IDSX 2N 4092 0,4 HA
tymp= 150°C
Vps = 20V
Vgg = —6V Ipsx 2N 4093 0.4 LA
tomp= 150°C
2N 4091 | 30 mA
Drain current Vpg =20V *
Courant de drain VDS =0 IDSS 2N 4092 | 15 mA
GS 2N4093 | 8 mA
2N 4091 | -5 —10 \"
Gate-source cut-off voltage Vpg = 20V
Tension grille-source de blocage | = 1nA VGS off 2N 4092 | -2 =7 \
D 2N 4093 | -1 -5 v

* pulsed t;, = 300us 6 < 3%

Impulsions
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¥ 2N 4091
% 2N 4092
* 2N 4093

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vae =0
IDGS = i o VDS sat 2N 4091 0,2 Vv
r source saturation voltage VGS =0 Vv 2N 4092 0.2 v
Tension de saturation drain-source Ip =4mA DS sat ’
Vae=0
GS
'D — 25mA VDS sat 2N 4093 0,2 \
o i i v 0 2N 4091 30 Q
n-state drain-source resistance =
Résistance drain-source & I'état passant | GS = 1mA DS on 2N 4092 50 e
t D 2N 4093 80 Q
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
o Vgs=0 2N 4091 30 Q
n-state drain-source resistance - r
Résistance drain-source a I’état passant ID 0 ds on 2N 4092 50 Q
f = 1kHz 2N 4093 80 Q
Ves =0
f  =1MHz C11ss 8 pF
Vpe =
5 DS
Input capacitance
Capacité d’entrée VGS =0
f =1MHz C1lss (16%) pF
(Vpg =20 V¥*)
R f i Vbs = 0
everse transfer capacitance _
Capacité de transfert inverse VGS =20V C1 2ss 5 pF
f = 1MHz

* Indicates JEDEC registred data

Valeurs d’origine JEDEC pour information
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2N 4091 %
2N 4092 *
2N 4093 *

SWITCHING CHARACTERISTICS t ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Turn-on delay time
Retard & la croissance td(on) 2N 4091 15 ns
VDD =3V
Rise time Vgson=0 i
Temps de croissance v 0n= _12v t 2N 4091 10 ns
GSX
IDon ~66mA
Turn-off time t
Temps total de décroissance off 2N 4091 40 ns
Turn-on delay time
Retard & la croissance t4(on) 2N 2292 15 ns
Vpp =3V
Rise time Vgs on=0
Temps de croissance VG 0n= _8v t 2N 4092 20 ns
GSX
lD on = 4 mA
Turn-off time t
Temps total de décroissance off 2N 4092 60 ns
Turn-on delay time
Retard & la croissance td(on) 2N 4093 20 ns
Vpp =3V
Rise time \ =0
Temps de croissance VGS QL BV % 2N 4093 40 ns
GSX
Ipon ~25mA
Turn-off time
Temps total de décroissance Loff 2N 4093 80 ns
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SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS

*2N 4091
* 2N 4092
% 2N 4093

SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

= R 1 uF
enerat —-l
Génér:el?: | I L._V2 i
2] o >t ‘\_/‘ Oscilloscope
Z0 =50Q , Oscilloscope
v'1
oSt * Z,=509
t. <1ns []1 [ J—'\’ =
t | I 50
o s |50 Q. 50 Q 1, <04ns
L =10% C/<17pF

—12V (2N 4091)
Vgsx =|— 8V (2N 4092)
— 6V (2N 4093)

6,6 MA (2N 4091)
1D on™|4 mA (2N 4092)
25mA (2N 4093)

oV

[]50 + A
Q
Vpp| ==1wxF
/_ T
'
vid
ovV—
90 %
50 %
10 %
v 2 Yesx
]
% &
vz toft ton
td(off) t tdion) t
~ VDD
10%
90 %
Ip onX 25 82
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2N 4091 *
2N 4092 *
2N 4093 *

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

- 1
(mA) | 2N 4091 ] ™ Vgs=0V (mA) | 2N 4092
t, <300 u t_ <300 us
5 <3 %/ =V 5 <3%
75 |amb Wit 60
_25oc/ 5 Vas =
/
50 —-3V— 40 —
L —1v
—av r~
25 —5 V— 20 —2V
-6V
—7V -3V
g 0 —4v
0 5 10 15 Vg (V) 0 5 10 15 VpstV)
' ; )
(mA) [2N 4093 Vas=0V (mA) P~
5Py ~
N \\\
D o o N \\ N2N 4091
<300 4 2N
15 Posw s \2N 4092 \
. 2N 2093] \ \
100 1\ \ \
—05V \ |
10 ' °
L 1\ \
10" \
5
5 1V— 2 \
~ 102 \\
5 t, <300 us
P
-15V, " ‘ 5 <3%
0, 103 |
0 5 10 15 VpgV) 0 12 3 45 6 7 —VgsV)

67



*2N 4091
*2N 4092
*2N 4093

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

"ds on
() I
5
T
2N 4093 2N 4091
2
10t I II
5
2N 4092
2
s | I
10 l l
/ARy
2
102 (1 / /
V' _
5 - Vpg =0
—1 __+—1 i =1 kHz
2[ Vgs = 100mV(mS)
10! amp = 2°C |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 —Vgiv
- T o I
gk} Vgs=-12V PPl Vpg =15V
8 =1MHz— 6 f =1 MHz]
tamp = 25°C tamb = 25°C
& 4
2
4
. S~ 10! \\
8
\\\F\_ Max 6 \K\\\ Max
2 o a — Min.1
I in.
\\ Min. ——
15
2
10° 10°
0 5 10 15 20 vpgiv) 0 5 10 15 VgsV)
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FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

2N 4220, A
2N 4221, A
2N 4222, A

- LF amplification
Amplification BF

Maximum power dissipation

05- 3mA
o {340

1 - 4mS
ORI £
F (100 Hz) 5dB max.

2N 4220, A
2N 4221, A
2N 4222, A

2N 4220, A
2N 4221, A
2N 4222, A

2N 4220 A
2N 4221 A
2N 4222 A

Case TO-72 — Seeoutlinedrawing CB-4 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boi'tier Voir dessin coté CB-4 derniéres pages
P
tot
(mw) i
Bottom view
300 \ ?"j' Vue de dessous
| 4
! \ // c
|
20 N G @ S
l \ D
100 t N
|
|
! Weight : 0,7 g. Substrat connected to case
[¢] 50 100 150 t, o, (°C) Masse Substrat relié au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage Vv
Tension drain-source DS 30 \
Gate-source voltage ;
Tension grifle-source VG S 30 \
Gate-drain voltage Vv "
Tension grille-drain GD 30 A
Drain current |
Courant de drain DsS 15 mA
Gate current |
Courant de grille G 10 mA
Power dissipation
Dissipation de puissance Ptot 300 mw
Storage temperature min t —65 °c
Température de stockage max. stg +200 °C
73-5 1/2
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2N 4220 A
2N 4221,A
2N 4222 A

STATIC CHARACTERISTICS

t =250°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vpe =0
DS |
Vgs=-15V GSS -0,1 nA
Total gate leakage current =
Courant de fuite total de grille VDS 0
VGS =-15V lgss -0,1 MA
b= 150°C
Vhg=10
Gate-source breakdown voltage DS
Tension de claquage grille-source IG = —10 uA V(BR )GSS —30 v
Drai Vo= 15V 2N4220A| 05 3 mA
rain current DS~ | *
Courant de drain VGS =0 DSS ;::2;;2 : ?5 mﬁ
2 m
a £ vol Vg ™= 15V 2N4220A —4 \%
ate-source cut-off voltage )
Tension grille-source de blocage ID = 0,1nA VGS off ;::zi;:i g x
Vhg =15V
DS Vv " =
Ip = 50 A GS 2N4220A| —0,5 2,5 v
Vhe= 15V
Gate-source voltage DS Vv o _
Tension grille-source |D = 200 pA GS 2N421A| -1 5 v
Vphg =15V
DS Vv _ o
ID = 500 A Gs 2N4222A| -2 6 \
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vps = 15V
Input capacitance = c
Capacité d’entrée Ves = 0 11ss 6 pF
f = 1MHz
VDS =15V
Reverse transfer capacitance = C
Capacité de transfert inverse VGS 0 12ss 2 pF
f = 1MHz
. 4 — Vps = 15V 2N4220A( 1 4 mS
orward transfer admittance = Y
Admittance de transfert direct VGS 0 l 21 sl 2N4221,A 2 5 mS
f = 1kHz 2N4222,A| 25 6 mS
Vps = 15V 2N4220,A 10 uS
Output transfer admittance v
Admittance de sortie Vas | 225! 2N4A221A <0 us
f = 1kHz 2N4222A 40 us
Vpg= 15V
Vgs =0
Noise figure =
Facteur de bruit Rg 1M F 5 d8
3 = 100 Hz
Af = 10Hz
* Pulsed t =630us 5 <10%
Impulsions
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FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

* 2N 4391
*2N 4392
*2N 4393

- High speed choppers
Découpeurs rapides

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

P
tot

(w)

AN

1,2 \
0,6 \\
g N

K Preferred device

Dispositif recommandé
302 max. 2N 4391
DS on 60 Q2 max. 2N 4392
100 2 max. 2N 4393
t4(on) 15ns max.

Case TO-18 — See outline drawing CB-6 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages

Bottom view
Vue de dessous

G?s

N Weight : 0,32 g. Gate is connected to case
o 20 100 159 200 tease' c) Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t — +250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage Vv
Tension drain-source DS 40 v
Gate-source voltage v
Tension grille-source GS —40 \
Gate-drain voltage Vv
Tension grille-drain GD —40 \Y/
Gate current
Courant de grille IG 50 mA
Power dissipation _ P
Dissipation de puissance tease = 25°C tot 18 w
Junction temperature t. o
Température de jonction max. ] 175 c
Storage temperature min. fog —65 °C
Température de stockage max. sty +200 oC
73-1 17
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2N 4391 *
2N 4392 *
2N 4393 *

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Ve =0
DS | -0,1 nA
- GSS A
VGS =-20V
Total gate leakage current
Courant de fuite total de grille VDS 0
Vgs = —20V IGss -0,2 HA
amb = 150°C
Gate-source breakdown voltage VDS 0 Vv —40 V]
Tension de claquage grille-source 'G = —1uA (BR)GSS
Ve = 20V
DS |
= DSX 2N 4391 0,1 nA
VGS =-12V
e ¥ Ipsx | 2N 4392 01 nA
VGS =-7V
Vphg =20V
DS |
= DSX 2N 4393 0,1 nA
VGS =-5V
Drai ff t Vbs — 20V
rain cut-off curren _
Courant résiduel de drain Vgs = —12V 'psx 2N 4391 0.2 HA
tamb = 150°C
VDS =20V
Vgs= -7V Ipsx 2N 4392 0,2 MA
tymp = 150°C
VDS =20V
Vgg= -5V Ipsx 2N 4393 0,2 uA
tamb= 150°C
Gate-source voltage Vps 0 v
Tension grille-source | G = 1mA GS 1 v
2N 4391 | 50 150 mA
Drain current Ve = 20V *
Courant de drain VDS = IDSS 2N4392 25 [ mA
GS 2N 4393 | 5 30 mA

* Pulsed t =300 us
Impulsions P

5 <2%
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*2N 4391
* 2N 4392
* 2N 4393

STATIC CHARACTERISTICS t ~250C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
2N 4391 | —4 -10 v
Gate-source cut-off voltage Vpg = 20V
Tension grille-source de blocage 1 S = 1nA VGS off 2N 4392 | -2 -5 \
D 2N 4393 | —05 -3 v
V, 0
GS v 2N 4391 0,4 %
Ip =12mA DS sat i
Drain-source saturation voltage VGS =0 Vv
Tension de saturation drain-source ID = 6mA DS sat 2N 4392 04 v
Vo =0
GS v
Ip = 3mA DS sat 2N 4393 0,4 Y
o et . Vee=0 2N 4391 30 Q
n-state drain-source resistance 5=
Résistance drain-source a |’état passant 1 ol = 1mA rDS on 2N 4392 60 Q
D 2N 4393 100 Q
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
o i st Vgs=10 2N 4391 30 Q
n-state drain-source resistance —
Résistance drain-source a I’état passant |D =0 rds on 2N 4392 60 Q
f = 1kHz 2N 4393 100 Q
Vgs =0
Input capacitance f =1MHz
Capacité d’entrée VDS =0 C1 1ss 26 pF
(Vpg =20 V¥) (14%)
Vps =0
Vgg = —12V C1oss 2N 4391 4 pF
f = 1MHz
B Vps =0
everse transfer capacitance == 8 (o]
Capacité de transfert inverse VGS 7V 12ss 2N 4392 4 pF
f = 1MHz
Vps =0
Vgs = -5V Cross 2N 4393 4 pF
GS
f = 1 MHz

* Indicates JEDEC registred data
Valeurs d’origine JEDEC pour information
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2N 4391 *
2N 4392 *
2N 4393 *

SWITCHING CHARACTERISTICS

= Unless otherwise stated
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION tamb 25°C fs;,f,-ndga,:,r,‘,';/f::":fi,}
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Turn-on delay time t
Retard a la croissance d(on) 2N 4391 15 ns
Rise time t
Temps de croissance VD D = 10V T 2N 4391 5 ns
VGS on~ o
Vgsx =-12V
Turn-off delay time | ~ 12 mA
Retard & la décroissance Don td(off) 2N 4391 20 ns
Fall time
Temps de décroissance 15 2N 4391 15 ns
Turn-on delay time t
Retard a la croissance d{on) 2N 4392 15 ns
Rise time
Temps de croissance VDD — 10V t 2N 4392 5 ns
VGS on~ 0
Vgsx =7V
Turn-off delay time | ~
Retard & la décroissance Don 6 mA td(off) 2N 4392 35 ns
Fall time "
Temps de décroissance f 2N 4392 20 ns
Turn-on delay time
Retard & la croissance td(on) 2N 4393 15 ns
Rise time t
Temps de croissance VDD =10V T 2N 4393 5 ns
VGS on~ 0
Vgsx =5V
Turn-off delay time | ~ 3 mA
Retard & la décroissance Don m td(off) 2N 4393 50 ns
Fall time t
£ 2N 4393 30 ns

Temps de décroissance
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*2N 4391
* 2N 4392
* 2N 4393

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

RL 1uF
Generator ,.__1
Générateur l — I | V2 i
\Al t _\J_ Oscilloscope
ZO =500 v Oscilloscope
t, < 0,5 ns
t, <05ns || 1 [ ﬂ =509
f 50 Q
t ~1lus —— k2 5051] tr<0,4ns
=10%
50 + i
Q
Vop 1 uF
1l T
A\
tp
vid
oV —
90 %
—12V (2N 4391)
Vgsx ={— 7V (2N 4392) 50 %
— 5V (2N 4393)
v 10 %
v = YGsx
a1
Y L
v24 off on
td(off) t tdion) t
~ VDD
10%
12 mA (2N 4391)
1D on™{ 6MA (2N 4392)
3mA (2N 4393) {
Iponx258 | 90%— O
oV S
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2N 4416 %

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vg =0
DS | -0,1 nA
Vgg = —20V GSS .
Total gate leakage current _
Courant de fuite total de grille VDS =0
Vgs = —20V lgss -0,2 HA
tymb= 150°C
Gate-source breakdown voltage Vps =0 v —30 7
Tension de claquage grille-source lG = —1pA (BR)GSS
Gate-source voltage Vps =0
Tension grille-source |G = 1mA VGS 1 v
Drain current Vps = 15V *
Courant de drain VGS =0 IDSS 5 15 mA
Gate-source cut-off voltage Vpg = 15V Vv o
Tension grille-source de blocage |DDS = 1nA GS off 6 v
Gate-source voltage Vps = 15V v 1 55 v
Tension grille-source Ip =05mA GS i
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vps = 15V
Input capacitance _
Capacité d'entrée VGS =0 Cliss 4 pF
f = 1MHz
Vps = 15V
Output capacitance -
Capacité de sortie VGS 0 C22ss 2 pF
f = 1MHz
Vpg = 15V
Reverse transfer capacitance =
Capacité de transfert inverse VGS 0 Ci2ss 0.9 pF
f = 1MHz
Vps = 15V
VGS =0 Re(Y”s) 1 mS
f = 400 MHz
Vps = 15V
Input admittance -
Admittance d’entrée VGS 0 RelY, 15) 0.1 mS
f = 100 MHz
Vps = 15V
Vgs =0 Im(Yq44) 10 mS
t = 400 MHz

* Pulsed

Impulsions

ty =300us 6 <1%

2/7



% 2N 4416

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

(Unless otherwise stated)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) tamb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
| dmi Vpg = 15V
nput admittance _
Admittance d‘entrée Vgs =0 Im(Yq46) 2,5 mS
f = 100 MHz
Ve = 15V
DS
= a4
Vgs = 0 |Y21s| 1,5 7,5 mS
Forward transfer admittance = 1kHz
Admittance de transfert direct
VDS =15V
VGS =0 He(Y21S) 4 mS
f = 400 MHz
Vpg = 15V
Vgg =0 |Y223| 50 us
f = 1kHz
VDS =15V w0 ]
Vgs= 0 Re(Yqpo,) 1 u
f = 400 MHz
Vhg= 15V
Output transfer admittance DS
Admittance de sortie Vgs =0 Re(Yq5,) 75 us
= 100 MHz
VDS =15V
Vgs =0 Im(Y 55 4 mS
f = 400 MHz
VDS =15V
VGS =0 |m(Y22S) 1 mS
f = 100 MHz
VDS =15V
Ip =5mA Gp 18 d8
Power gain (neutralized)(see fig. 1) f = 100 MHz
Gain en puissance (neutrodyné)(voir fig.1) VDS — 15V
Ip = 5mA Gp 10 dB
f = 400 MHz
Vps = 15V
Ip = 5 mA E 3 .
Rg = 1k
Noise figure f = 100 MHz
Facteur de bruit
Vps = ;5 Vv
| = 5mA
D F
Rg = 1kQ 4 dB
f = 400 MHz
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2N 4416 *

POWER GAIN AND NOISE FIGURE TEST CIRCUIT
SCHEMA DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE ET DU FACTEUR DE BRUIT

Figure 1
———————————— ?————————————————————'———1'
L1 '\ Ci Es I
—oor | t H<—
\ | Z=508
\\ 4 |
S Y ¢ L2 |
\
L5 ’
/
% f |
cs CT~-—1s \\ |
L3 N |
& x ]
\ m o | |
|
_________________ __1!27____4
VGS VDS ] ID—5mA
- - +15V
Adjust Vgs for Ip =5 mA and Vgs <0 V
Ajuster Vg pour Ip =5 mA et Vgs <0V
G Cy C3 Cq Cs Ce G Ly Lo L3

100 MHz | 7 pF 1000 pF | 3pF [1-12pF|1-12pF|0,0015uF|0,0015 uF| 3uH 0,25 uH | 0,14 uH

400 MHz | 1,8 pF 27 pF 1pF |0,8-8pF|0,8-8pF|0,001uF|0,001uF| 02uH | 0,03uH |0,022 uH

100 MHz power gain
Gain en puissance a 100 MHz

L, — 17 turns, # 28 enameled copper wire, close wound on 9/32" ceramic coil form. Tuning provided by a pondered
iron slug.

L,—4 1/2 turns, # 18 enameled copper wire, 5/16" long. 3/8'" 1.D. (air core).
L;—3 1/2 turns, # 18 enameled copper wire, 1/4” long. I.D. (air core).

L, — 17 tours de fil cuivre émaillé ¢ 32/100 de mm, bobiné sur un mandrin céramique de ¢ 7 mm. Self réglable par noyau plongeur en
fer aggloméré.

L g 4 tours 1/2 de fil cuivre émaillé ¢ 1 mm, 8 mm de longueur. Diamétre interne 9,5 mm (bobiné en I'air).

L., — 3tours 1/2 de fil cuivre émaillé ¢ 1 mm, 6,3 mm de longueur. Diamétre interne 9,5 mm (bobiné en I’air).

3

400 MHz power gain
Gain en puissance & 400 MHz

L, — 6 turns, # 24 enameled copper wire, close wound on 7/32" ceramic coil form.
Ly — 1turn, # 16 enameled copper wire, 3/8" 1.D. (air core).
Ly— 1/2 turn, # 16 enameled copper wire, 1/4”" 1.D. (air core).

L 1~ 6 tours de fil cuivre émaillé ¢ 50/100 de mm, bobiné sur un mandrin céramique de ¢ 5,5 mm. Le réglage est fait par noyau
plongeur en aluminium.

Lig— 1 tour de fil cuivre émaillé ¢ 1,3 mm, 1 spire ayant ¢ intérieur de 9,5 mm (bobiné en I'air).
L 3~ 1/2 tour de fil cuivre émaillé ¢ 1,3 mm, 1 spire ayant @ intérieur de 6,3 mm (bobiné en Iair).
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* 2N 4416

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) (mA)

5

~

2 \Y =0V
109 AN 10 |

. AN

\

2
107" \

B g Vg =—1V

Vps =15 v\ GS

2
102 ‘\ 5

5

2 \L Vgs=-— 2V
103 [

5

2 \‘ VGS=—3V
104 0 ;

-1 -2 -3 VggW 0 5 10 15 vpglv)
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2N 4416 *

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Yi1s Y215
(mS) I T (mS) T
s|_Vbs=15V | Vos=15V
Vgs = / Vgs =0
2 / 2
10 /| 10
921s
5 // 5
byqs / \\
2 2 ”
0 P / 0 a
10 > 10 7
5 | / A P21s
/, 91s - //
2 2
107 10"
rd
5 5
~
2 2
10-2 4 6 8 2 6 8 10-2 6
2 2 4 8 2 6 8
10 102 £(MHz) 10 102 f(MHz2)
o |
m S
s|VDs=15V (ms Vpg =15V
) VGs =0 Vas =0
/) 2
10'
/) 1
. f 10
2 5
2
100 b I
s // I e //
by 912 f 10° e
2 A //
10—1 A / 5 /
pd /
5 2 e
v e
2 . v 10 e
102 / = 5 9225 /
5
2 2 P
103 1072
1 2 4 6 8 2 2 4 6 8 1 2 4 6 8 2 2 6 8
10 10 (MHz) 10 10 (MH2)
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* 2N 4416

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

c(22s)s - T ” T
pF =
f G5 =1 MHz
22
2,0
18 ‘\
16
1,4
12 \\
LA 4 6 2\ 6 8
2 8
10° 10! VpstV)
c
Ci1ss 12ss
(pF) T (pF) T
Vpg =15V 8| Vps =0
glf =1MHz 6 £ =1 MHz
" a
2
4
~N
101 \\
8 N
6
—
2 = 4
2
10° 10°
2 a 8 4 68
10° —VgsV) 100

10

6
—VgsV)

T






FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL

TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

N 4446
N 4448

Switching
Commutation

Chopper
Découpeur

Maximum power dissipation

min.

min.

max.

max.

2N 4446
2N 4448

2N 4446

2N 4448

Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
P
tot
(w) _i\
o ! \ Bottom view
. r \ Vue de dessous
|
0,2 } AN G@ S
|
| \ D
0,1 b
|
|
1 Weight : 0,32g. Gate is connected to case
0o 50 100 Y mb(°C) Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+2650C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
2N 4446 2N 4448
Drain-source voltage
Tension drain-source N DS 25 20 A
Gate-source voltage ’
Tension grille-source VGS -25 -20 \
Gate-drain voltage Vv
Tension grille-drain GD —-25 —-20 Vv
Gate current
Courant de grille IG 100 100 mA
Power dissipation =
Dissipation de puissance tamb =25°C Ptot 04 0,4 w
Junction temperature t.
Température de jonction max 1 200 200 °C
Storage temperature min t —55 —55 °C
Température de stockage max. stg +200 +200 oC
73-9 1/7
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2N 4446
2N 4448

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Vae = =15V
GS laso -3 nA
ID =0
Vap= —-15V
Gate current | Gp 0 lepo -3 nA
Courant de grille S
VGD =-15V
ls =0 lebo -0,2 uA
— ggo
tamp= 85°C
Total gate leakage current Vpg=0 | 3 A
Courant de fuite total de grille VGS = _15V GSS == n
Gate-source breakdown voltage Vpg=10 v 2N 4446 |-25 v
Tension de claquage grille-source g = —1uA (BR) GSS | 5N 4448 |—20 v
Vae =5V
DS |
= DSX 3 nA
Vgg =10V
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain
VDS =5V |
Vgg = —10V DSX 0,2 uA
= O
timb= 85°C
Drain current Vpg = 15V | *
Courant de drain VGS =0 DSS 100 mA
A" =5V
Gate-source cut-off voltage DS Vv
Tension grille-source de blocage ID = 3nA GS off -2 —-10 \;

* Pulsed t =300us 6<3%

Impulsions
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2N 4446
2N 4448

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =28°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Min. Typ. Max.

Conditions de mesure

Drain-source saturation voltage Vs = 0 vV 2N 4446 0,1 v

Tension de saturation drain-source Ip = 10 mA DS sat 2N 4448 0,12 \

On-state drain-source resistance VGS =0 DS on 2N 4446 10 Q

Résistance drain-source & I’état passant VDS =01V 2N 4448 12 Q

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Vae=0

On-state drain-source resistance | GS -0 rq 2N 4446 10 Q

Résistance drain-source a I'état passant D — s on 2N 4448 12 Q
f = 1kHz

. . Vpg =0

nput capacitance — s

Capacité d’entrée VGS =-10vVv C1 1ss 50 pF
f = 1MHz

R P i Vps = 0

everse transfer capacitance _

Capacité de transfert inverse VGS =-10V C12ss 25 pF
f = 1MHz

SWITCHING CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Turn-on delay time

Retard 3 la croissance td(on) 15 s
Vpp =15V

Rise time Veson=0 t 20

Temps de croissance VGSX =-10V r ns
Ibon ~10mA

Turn-off time toff 35 fis

Temps total de décroissance
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2N 4446
2N 44438

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Generator —I '——I
Générateur | V2 5
V1 = U Oscilloscope
ZO =500 v Oscilloscope
1
t <1ns - i
t. <ins | | [ 1 [ ﬂ’ 2,=50
f 50 Q2
tp ~200 ns —T L]kﬂ 508 t, <04ns
f =100 Hz C, <20pF
[]50 +
Q -
VDD 1 uF
1 T
A\
'p
vid
oV—
%
VGSX =—10V 50 %
10 %
v = Yesx
a1
tf tr
VH toff ton
td(off) Y tdon) t
~ VDD
10%
'D on™=1 0mA
g griang. | 2%
0 V S?”,
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2N 4446
2N 4443

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

|
A |~ 300 s 2N 4446
5 <2%
300
Vas =
200
-1V
100 —2V.
3V
35V
0
0 5 10 15 vv)
-
(mA) /v'Gs =0 2N 4446
30 -1V

- /
T
T

N L=
5 /A ey

%
AT

—
o~

0

0 100 200 300 400 500 -V o(mV)

T T T
(mA) /VGS = 9 2N 4446

30

25 /
/|-
20 v
/

o1t/
Y/

0

-3V

5

——
~

\

L—~-35V

L—1

O

0 100 200 300 400 500 Vv (V)

(mA)
5

5[t =300 us \
26 <2%




2N 4446
2N 4448

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) g |
5 =300 5 2N 4448
5 <3%
300
Vgs=0
200
-1V
100
2V
—25V
0 —3 V el
0 5 10 1B VgVl
=
(mA) | 2N 4448
yVas =0
30

) /
//

20

15

-3V
0 |

0 100 200 300 400 500 600 —Vpg(mV)

(mA) ] 2N 4448
yVas =0
30
= / Pl
20 //
15 /_2
10 /
V/’ L-25V
5|/
-3V
0 1
0 100 200 300 400 500 Vpg(mV)
'
(mA)5
) 2N 4448
5 i
2
10! N\,
5|1, =300 us \
216 <3%
100
5
= Vps=15V|
10“5
z %
-2
10 - I
2 |
108 1
8 |
5 |
10 I
0 1 2 3 —Vg(V)

GS
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N 4445
2N 4448

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

c1255 c11ss
(pF) [Vgg=—-10V (pF) [Vps=0
f =1MHz £ =1MHz
8 8
6 6
5 \‘
4 a4
3 ~
2 2
’\\
1,5 =
10' 10! 0 5 20
0 5 10 VpstV) 5 10 1 25—VGS(V)
Tds)
@
Vps=0
S5 f =1kHz
Vds = 100mVcac
) |
108 ]
5
2N 4448 / N 4446
2
102 ,/
i / //
R /,//
L1
10' —
5
2
100
0 1 2 3 4 —V (V)

GS
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FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

2N 4977
2N 4978
2N 4979

- Fast switching
Commutation rapide

- Chopper

Découpeur

Maximum power dissipation

Ipss

DS on

50 mA min.
15 mA min.
7,5 mA min.

15 Q max.
20 Q max.
40 Q max.

2N 4977
2N 4978
2N 4979

2N 4977
2N 4978
2N 4979

Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boitier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Prot .
(W) l\ Bottom view
1,5 4 Vue de dessous
i \
I
12 6(Js
i \ tcase
0.9 \\ D
0,6 N
1
1
0,3 = tamb \
1
0 1 tamb! °C) Weight : 0,32 g. Gate is connected to case
0 50 100 150 teasel °C) Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source V DS 30 \
Gate-source voltage v
Tension grille-source GS -30 \
Gate-drain voltage
Tension grille-drain VG D -30 \Y
Gate current |
Courant de grille G 10 mA
Power dissipation tamb = 25°C Pigs 0,3 w
o ; Jpiay o
Dissipation de puissance Yoae = 25°C 1,8 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. 1 200 °C
Storage temperature min. t —55 s
Température de stockage max. stg +200 °oC
73-9 1/8
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2N 4377
2N 4978
2N 4979

(Unless otherwise stated)

STATIC CHARACTERISTICS t ~250C 5 Othe :
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Veg = —15V
Gate current GS | -
Courant de grille Ip =0 GSO 0,5 nA
Vep= —15V
|SGD= 0 'cpo -05 nA
Gate current
Courant de grille VGD = —15V
s =10 lepo -1 A
tamp= 190°C
Vphg =0
Total gate leakage current DS | _
Courant de fuite total de grille VGS = —-15V GSS 0,5 nA
Gate-source breakdown voltage VDS 0 _
Tension de claquage grille-source | Gs = —1pA V(B R)GSS 30 \
Vphg =15V
DS |
Vgg = —12V DSX 05 nA
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain VDS =15V
Vgs = —12V Ipsx 1 uA
tamp = 190°C
2N 4977 50 mA
i Vpg =20V
Drain current DS *
Courant de drain Vgs =0 'pss ;’\\: :g;g ;55 mﬁ
’ m
. 2N 4977 | —4 -10 \%
Gate-source cut-off voltage Vpg= 15V Va8t oNd978 | —2 g i
Tension grille-source de blocage |D = 1nA o pidning [t - 0
Vae =10
GS Vv
ID = 25 mA DS sat 2N 4977 0,4 \%
; @ Vee =0
Drain-source saturation voltage GS
Tension de saturation drain-source Ip =10mA VDS sat 2N 4978 0,4 \
Y 0
|DGS = 5mA VDS sat 2N 4979 04 \
o dra ist Vgs =0 2N 4977 15 Q
n-state drain-source resistance
Résistance drain-source & I'état passant |D = 1mA DS on 2N 4978 20 Q
2N 4979 40 Q

* Pulsed t.=300us & <3%
Impulsions
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2N 4977
2N 4978
2N 4979

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) tamb = 25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) am (Sauf indications contraires)
Test conditions ;
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
o irai . Vas 0 2N 4977 10 Q
n-state drain-source resistance _ r
Résistance drain-source & I’état passant ID =0 dson 2N 4978 20 Q
f = 1kHz 2N 4979 40 Q
Ves =0
. f =1MHz
Input capacitance c
Capacité d'entrée VDS =0 11ss 60 pF
Vps =15V¥) (35%) pF
Vps =0
Reverse transfer capacitance _ c
Capacité de transfert inverse VGS =-12y 12ss 8 pF
f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on delay time t
Retard & la croissance d(on) 5 ns
Vpp =6 \
i : \V =0
Rise time GS on t
Temps de croissance Vgsx =-10V r 2N 4977 5 ns
IDon ~25mA
Turn-off time t
Temps total de décroissance off 20 ns
Turn-on delay time t
Retard & la croissance d(on) 5 ns
Vpp =6V
kel veson —© t 2N 4978 10 ns
Temps de croissance V, GSX = -8V r
IDon =~ 10 mA
Turn-off time t
Temps total de décroissance off 40 ns
Turn-on delay time
Retard a la croissance td (on) 10 ns
Vpp =6V
it vGs on ~ t 2N 4979 30 ns
Temps de croissance V GSX = -5V (g
Ipon ~5mMA
Tumn-off time
Temps total de décroissance toff 60 ns

* |ndicates JEDEC registred data
Valeurs d’origine JEDEC pour information
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2N 4977
2N 4978
2N 4979

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS

SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

RL 1uF
Generator
Générateur Vi I | V2 Gsaill
T scilloscope
Zp =500 V1 _\_/— Oscilloscope
t <1ns °
t, <lns | 1 ﬂ Z, =50
50 !
t ~110ns — k2 509 —o— tr<0,4 ns
=10%
12 * I
Q
Vpp| =m=14F
/_ T
m
n
vk
oV —
90 %
—10V (2N 4977)
Vgsx =|— 8V (2N 4978) 50 %
— 5V (2N 4979)
Vv 10 %
V'1 = _GSX
41
Y t
VZﬂ toff Yon
d(off) ki tdon) T
~Vpp
25 mA (2N 4977) 1%
ID on ~{ 10mA (2N 4978)
5mA (2N 4979)
lponx26Q | 90%—
ov i
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2N 4977
2N 4978
2N 4979

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

D
A -
™A 1on 4977 ;p: 2(1/0 s
Vgg =0
200 e
v
/ =B
100
-3V
—av
" —5V
0 5 10 15 VDS(V)
=4
(mA) ] Ve=0
2N 4977 GS |
25 / —1 v|
/ // -2V
20 / |
/ / Yy —3v
. A/
i
/i yd
10 / 7 3
/ / / -5V
g VA,
é’///
55V
0 — | 1

0 100 200 300 400

500 —Vvpg(mv)

(mA)

) o 4977 / ij Vo
" v/
N7//a
ARy /e

)

| _f—-55V
9 |

0 100 200 300 400 500 VDS(mV)
'

(mA) l

5

5 2N 4977

2 T

10 :

5 t =300 us

P

2 \\ 5 <3%

10" N\
N

& N

; N\
10° \

5 ]

2
107" \

. \

2 A
1072 \

;| Vos =BV
1073 [ 1 1
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2N 4977
2N 4978
2N 4979

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

T
mA) [\ 478 =300 us
5<3%
Vg =0
— |
150 /
Y

100

2V
=3V
—35V
0 I—
0 5 10 15 20 VDS(V)
wd
(mA) | N 497
/VGS:O
20 /
v
—1v
15 ////
v
- / / ] 2y
/ // g
/ // T -3v_|
i 7 // ’
0 Z::::""— [ _asv

300 400 —vpgmv)

(mA

20

15

I 2N 497

Z/

/
—

/|
/
%
1

O\
NN

-356V

0 100 200

300 400 Vpg(mv)

i
,2N 4978
— T 1
]
N
\
"
\
"
\
R
Y
Vps =20V |
1 )
0 1 2 3 4 v

6/8



2N 4977

2
2

N 4978
N 4979

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA)

50

40

30

20

(mA)

20

10

T T
2N 4979 t5=300 us
5 <3% Vas =0
/ —-05V
-1V
15V
0 5 10 15 20 vpg V)
2N 4979
Vgs =0
05V
255
// //!/
%/ —1,5V
| —
]
0 100 200 300 400 —Vpg(mV)

(mA)

20

T
2N 4979

—-05V

-1V

Z

NN

Z
Z

N\W

=15V

0 100 200 300 400 VDS(m\/)
\ 2N 4979
N
N 1,=300 s
\ 5<3%
\
\
\
‘\
|
0 1 Z —VGS(V)
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2N 4977
2N 4978
2N 4979

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

c11ss T T I I C1255 T
(pF)S Vps =15V ] (BE) f =1MHz
6 f =1MHz — 8 Vgs =-12V
4
6
N 5
2 "N \\
4
\ ~
3,5
10 ™~ —
- ~— 3 .
F——
6
4 2 —
2
10° 100
0 5 10 15 20 —Vgs!V) 0 5 10 15 20 25 VpstV!
"ds
1
N T 2N 4977
2N 4979 2N 4978
2
10%
5
2
10° II
L
2
EFinrims
5 /
/ f  =1kHz
Vps =0
2 Vgs = 100mV eff
10 (il
0 1 2 3 4 5 6 7 8 -vVgV)
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DUAL FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTORS DOUBLES A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

2N 5198
2N 5199

- LF amplification
Amplification BF

- Differential amplifiers
Amplificateurs différentiels

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

tot

VGS1'VGSZ{ 10 mV max.
15 mV max.

AT

Ipss1

T 0,9 min.
DSS2

2N 5198
2N 5199

AVgs { 20 puV/°C max 2N 5198
40 uV/°C max 2N 5199

Case [TO-TI]— See outline drawing CB-124 on last pages

Boitier

Voir dessin coté CB-124 derniéres . pages

ow [ -II\( )
2.
400 + Bottom view
| \ Vue de dessous
|
300
| \ G2
-~ D2
200 h\il 4, s2 31
| \ \ / i1
100 ™
Weight : 0,9 g.
o 50 100 150 200t (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =4+250°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage .
Tension drain-source Vbs 50 \Y
Gate-source voltage v 50
Tension grille-source GS = A
Gate-drain voltage
Tension grille-drain VG D —50 \
Gate current | 50 WA
Courant de grille G
" P 1 transistor (1) 250 mwW
ower dissipation :
Dissipation de puissance 2 transistors (2) Ptot 500 mw
— g5o,
tamb = 85°C
Storage temperature min. t —65 oC
Température de stockage max. stg +200 oC
73-11 1/5
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2N 5198
2N 5199

MATCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES D’APPARIEMENT

tymp =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Zero-gate voltage drain current ratio | Vpg = 20V 'pss1
Rapport des courants de saturation V. =0 | 09 095 1
GS — DSS2
Gate-source differential voltage Vps = 20V v v 10 mV
Tension différentielle grille-source Ip = 200pA GS17"GS2 15 mV
2N 5198 20 uv/ec
Gate-source differential voltage Vpg = 20V AV
average temperature coefficient Ip = 200uA GS
Coefficient de température moyen de . AT
la tension différentielle grille-source —55°C<t]<+1 25°C
2N 5199 40 pv/eC
Forward transfer admittance ratio Vps =20V |Y21s|1
Rapport des admittances de transfert VGS = —_— 09 095 1
direct f = 1kHz |Y215|2
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t =25°C
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb
Vpe =0
- ' -25
i ] GSS PA
Vgg = —30V
Total gate leakage current
Courant de fuite total de grille
Vps =0
Vgg = —30V lgss -50 nA
= 0
tamp= 190°C
Gate-source breakdown voltage Vps =0 _
Tension de claquage grille-source g =—1 uA V(BR)GSS 50 \
; Vpg = 20V
Drain current DS | *
Courant de drain Vgs =0 Dss 0,7 7 mA
* Pulsed to=2ms 5 <2%
Impulsions
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ZN 5198
2N 5199

STATIC CHARACTERISTICS

t —=25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Gate-source cut-off voltage Vps =20V
Tension grille-source de blocage Ip =1nA VGSoff -0,7 —4 v
Gate-source voltage Vpg =20V N
Tension grille-source VD = 200 uA. VGS -0,2 3,8 \%
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
Ve = 20V
Input capacitance DS
“apacité d’entrée VGS =0 Cirss 6 pF
f = 1MHz
R transf it Yps = 20V
everse transfer capacitance _
Zapacité de transfert inverse VGS =0 c125$ 2 pF
f = 1MHz
Vphg = 20V
Forward transfer admittance VDS v * 1
Admittance de transfert direct Gs=0 21s mS
f = 1kHz
Vpg = 20V
: DS *
Output transfer admittance _ l
Admittance de sortie Vas = 0 I Y225 50 us
f = 1kHz
Vpg = 15V
Noise figure :GS ; (2) MQ F 1 4B
Facteur de bruit G
f = 100 Hz
Af = 6Hz

* Pulsed 5<2%

Impulsions

tp=2ms
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ZN 5198
2N 5139

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

DSs =
(mA) Vas=0 (mA) | Vpg=20V
G: Vgs =0
/ .
3
[ —0,2V
7,5
2 /
—0,4V
r 5 A
—-06V
1
25 /
—0,8V.
. / Vps =20V
1y Ip =1nA
0 —1,2VJ] 0 L
0 5 10 15 vpev) 0 1 2 VggopV)
Vas b 'ss
V) (mA) (pAs) Veg=_20V l
T
-3 0,7 /
\\ ; /
Alp 2 06 3
SiD X 10
~ Ag - ° / /
5
=9 05
2
/ ~ 0,4 102 /
// °
-1 v 03
v ’
“ 02 10 //
5 4
/]
0 VDS =20V 0.1 2
V, =0
G5 0 100

0 25 5 75 IpggimA) 0 50 100 150 200 6(°c)
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2N 5199
2N 5198

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

(ms) Vpg=20V
f =1kHz
3
2 \
1 \
0 N
0 -0,5 -1 =15 vggv)
C1Zss r
(pF) Vgg=—4V
f  =1MHz|
6
Y I——
4,5
4
3,5
3
2,5
2
—
—
100
0 -10 —20 vpgv)

11ss -
(pF) Vps =20V
f =1 MHz |
6
A
~—
R
2
10°
—10 —20 vggv)
F
(dB) T 1]
Vps=20V
Ves=0
6 \ t
5 \
4 \ \
3 \\ \
2
\ \
\ \\)r f\\l
1 N QI‘_ %
X 0 /9?
K47y
0 J
100 2 4 6@]01 2 4 6102 E | 4 SRG(kﬂ)
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FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL *ZN 543 2
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N * 2N 5 43 3

*2N 5434

K Preferred device
Dispositif recommandé

- Fast switching
Commutation rapide

- Chopper 150 mA min. 2N 5432
Découpeur Ipss 100 mA min. 2N 5433

30 mA min. 2N 5434

5Q max. 2N 5432
I’DS on 7Q max. 2N 5433
10 max. 2N 5434

Maximum power dissipation Case TO-18 — See outlinedrawing CB-6 on last pages
Dissipation de puissance maximale Bofi'tier Voir dessin coté CB-6 derniéres pages
Prot

w) Bottom view

Vue de dessous

G S
\ Foo9

0,3

1
1N
I
0,2 +
1
| \
1
01— N
|
1
L Weight : 0,32 g. Gate is connected to case
0 50 100 150 tamb(") Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t - +250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage Vv
Tension drain-source Ds 25 v
Gate-source voltage Vv
Tension grille-source GS —-25 v
Gate drain voltage v
Tension grille drain GD =25 \4
Gate current
Courant de grille IG 100 mA
Power dissipation t = 25°C P
Dissipation de puissance amb tot 03 w
Junction temperature t.
Température de jonction max. [ 150 °C
Storage temperature min. t —55 °C
Température de stockage max. stg +200 °Cc
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2N 5432%
2N 5433
2N 5434

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb =25*C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vag = =16V
GS
Ip =0 'gso -0,2 nA
Vap= —-15V
GD
Gate current g =0 'epo 0,2 nA
Courant de grille
VGD =-18V
g =0 'Gpo -0,2 pA
tamp = 150°C
Total gate leakage current VDS =0 | _02 nA
Courant de fuite total de grille VGS =-15V GSS ‘
Gate-source breakdown voltage Vpg =0 v _25 v
Tension de claquage grille-source IG = —1pA (BR)GSS
Vhe =5V
DS |
=_ DSX 0,2 nA
VGS oV
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain VD s = 5V
Vg = 10V Ipsx 02 A
tamb = 150°C
— 2N 5432 150 mA
5 Vhe = 15V
Drain current DS | ok
Courant de drain VGS = DSS ;m 2233 ;go m:
m
Vae =5V 2N 5432 | -4 -10 \Y
Gate-source cut-off voltage DS
Tension grille-source de blocage |D = 3nA VGS off 2N 5433 -3 -9 \Y)
2N 5434 | —1 -4 Vv
Drai i I Vgg =0 2N 5432 50 mV
rain-source saturation voltage
Tension de saturation drain-source |D = 10 mA VDS sat sm g:;a Zgo mV
4 mV
Vas 0 2N 5432 5 Q
On-state drain-source resistance
Résistance drain-source & I’état passant ‘D = 10mA DS on 5: :Z:;Z ZO g
* Pulsed t =300us & < 3%
Impulsions P
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*2N 5432
*2N 5433
*2N 5434

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t —25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
o i . Vgs= 0 2N 5432 5 Q
n-state drain-source resistance —
Résistance drain-source & I'état passant lD =0 "ds on 2N 5433 7 2
f = 1kHz 2N 5434 10 Q
, Vps = 0
nput capacitance = C
Capacité d'entrée VGS v Tss 30 pF
i = 1MHz
5 ’ Vps = 0
everse transfer capacitance = (e
Capacité de transfert inverse VGS v 12ss 15 pF
f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on time _ ton 5 ns
Temps total de croissance VDD =15V
\ =0
GS on
VGSX =_12v 2N 5432
vV =
Turn-off time DS on — 50 mV toff 36 s
Temps total de décroissance
Turn-on time t 5 n
Temps total de croissance VDD =1,V on &
\% =0
GSon — 2N 5433
Vgsx =—12V
: \Y =70mV
Turn-off time DS on t
Temps total de décroissance off 36 ns
Turn-on time t
Temps total de croissance VDD =15V on 5 ns
\Y =0
GS on
e 2N 5434
VGSX =-12V
Turn-off time Vps on = 100 mV t
Temps total de décroissance off 36 ns
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2N 5432 %
2N 5433 %
2N 5434 %

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

Generator >—| |_|
Générateur | | T \Z3 .
Z2 _500 V1 4 >t —\J— Oscilloscope
o= vl Oscilloscope
t. <lins .
te <lns 1 Z,=50Q
f | | 50 2 Q ] m
t, ~200 ns 1 (391 EQ [ t, <04 ns
f =b00Hz CIS‘I,? pF
50 +
Q
Vpp| ==14F
1 T
A\
tp
vid
oV —1
%
VGsx = -12V 50 %
10 %
v = Vesx
41
4 t
V2 off ton
td(off) ki dion) &
=Vpp
10%
50 mV (2N 5432)
Vpson ={ 70mV (2N 5433)
100 mV (2N 5434)
90 %
\"
oV DS on \_,_
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* 2N 5432
* 2N 5433
* 2N 5434

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

D
(mA) | 2N 5432 t, =300 us
5<3%
Ves =0
—————‘_
600 ]
3 | v
400
—2v
200 /]
3V
4v
v
o 5
0 5 10 15 VpsV)
-
AT Ves=of v
2N 5432 /
o /7
50 /// 4V
/// /
40
/
s
/ / -5V
30 / /4
o )
10 //
-
0 |
0 100 200 300 400 500 600 —Vg(mV)

(mA)[2N 5452 Vgs =0 /—1_v
/ ~2vV
60 / / -3V
50 /// =4V
40 / /
30 /'/////—5 b
20 / ////,—5,5\/
|6V
o — T | |
0 100 200 300 400 500 VDS(mV)
'
(mA) 5 = 2N 5432
2 P~
102 >
g NS
\&
2
10 AN
5 [-1,=300 us \\
2|5 <3%
0
10 s \
Vpg =15 V\
12 \
107
5 \
2
1072
-]
&
1073 \
5 \
: \
104 .
o 1 2 3 5 6 -V
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2N 5432 *
2N 5433 %
2N 5434 %

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) | 2N 5433 /!_ (mA)[ 2N 5433 Vgs =0
/ Vgs =0
60— p

5 <3% 50

h e S,

300

/r—"" 40
30 / ///
- . VAR
7

N \\{\\
\

100 / L~
3y 10 I3
I
—35V =] I
0 W Z= el
0 5 10 15 VpsV) 0 16w 200 300 400 500 Vpg(mV)
(——ID) T o l
mA) oN 5433 Vaes =0 (mA) ]
// 5 ] 2N 5433
2 N
6 2 N
0 = 10 s AN
/ 2 N
50 10" \\
/ 5 _tp=300 r \
—2V 216 <3%
40 A / 10° \\
5
// / 2 Yos =18 V)
30 — i/ 107 “
5
v an= ; ‘
20 10
I / 5
// / 2
10 103
o — A\ 5
L~ [ Y :
o 104
0 100 200 300 400 500 600 —VpgimV) 0o 1 2 3 4 5 6 VsV
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* 2N 5432
* 2N 5433
* 2N 5434

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

D
(mA)| 2N 5434 VGI g (mA) [N 5434
5=
Vgs =
/ 56 ;
t, =300 us ‘
150 §p <3% / —0,5V
40
05V //
100 30 / a1V
-1V /
" ..
/ / L-15V
50
—1,6V 10 /////
—2v
0 =&Y 0
0 5 10 15 VDS(V) 0 100 200 300 400 500 Vpg(mV)
mAl T (mA) 5 2N 5434
Vgg =0 ,?
50 10 s ~
2 \\
—05V 10 N\,
40 3 lp=300us_
74 2 5 <3% |
/ 10° \‘
30 1V e Vps =15V
/ e 5 ps=15V\
107" j‘
/ 5
e A 15V 2
/ / // ‘ 10-25
10 /, / / 2
/// 102
5
-2V 2
0 104

0 100 206 300 400 500 -Vpg(mv) 0 1 2 3 —VgsV)
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2N 5432 *
2N 5433 *
2N 5434 *

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

T
Vps =15V
f  =1MHz

Ci2ss Clss
(pF) 2 T (pF) 2
Vgg=—10V
£ =1MHz
\\ o
10" 10
o —— \
8 8 \
6 6 \
4 4
2 2
100 10°
0 5 10 15 20 VDS(V) 0
"ds on
(@) l l I
2N 5434 2N 5433 |2N 5432
2
108 ,
5 |
2
1
Ry,
, /
/ v
1 /] P
10 // //
5 e Vps =0 1
f =1kHz

15 —vggv)
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TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N BL Z04
FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL

Le BC 264 est un transistor a effet de champ sous
encapsulation plastique X-55, réalisé en structure
planar épitaxiale. Destiné principalement aux applica-
tions basse fréquence, il est caractérisé par un trés
faible bruit et livrable en 4 classes étroites de ‘DSS‘

The BC 264 is a planar epitaxial field effect transistor in a X-55
plastic envelope. It is primarily intended for low frequency
applications, and its main features are a very low noise figure
“nd /DSS ratio narrow groups.

VDS 30V max.

en 4 groupes
in 4 groups

F 2dB maxaVgg=0
f =1kHz

Boitier plastique X-55-Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

Plastic case

Masse
Weight

See outline drawing CB-76 on last pages
L
7
4 .

:03g. Vue de dessous
Bottom view

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION tyiri

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

=+250C (Sauf indications contraires)
b (Unless otherwise stated)

Tension grille-drain V.2 -
Gate-drain voltage GD 30 v
Tension drain-source Vps 30 v
Drain-source voltage
Courant de grille |
Gate current G 10 mA
Puissance dissipée t = 25°C P *
Power dissipation case tot 300 mwW
Température de stockage min. 1 —55 °c
Storage temperature max. stg +150 °c
¥ Réduire de 2,9 mW par °C jusqu’ & 150°C
Derate at 2,9 mW per °C up to 150°C
73-6 1/5
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BC 264

CARACTERISTIQUES STATIQUES t ~250C (Sauf indications contraires)
STATIC CHARACTERISTICS amb (Unless otherwise stated)
Conditions de mesure :
Test conditions Min. Typ. Max.
Tension de claquage grille-source VDS = g
Gate-source breakdown voltage IG = —1uA V(BR)GSS -30 \Y
Ve =0
BS IGss -10 nA
Vgg = —20V
Courant de fuite total de grille
Total gate leakage current
VDS =0
Vgs = —20V lgss -1 A
— o
tymp= 100°C
Courant de drain (1) Vpg = 15V 1ok
Drain current (1) V. =0 DSS 2 12 mA
GS
Tension grille-source Vpg= 15V
Gate-source voltage Ip = 200uA Vas -0,4 Vv
Tension grille-source de blocage Vpg = 15V v
Gate-source cut-off voltage |D = 10nA GSoff -0,5 V
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) t —250C
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) amb
VDS =15V
Admittance de transfert direct —
Forward transfer admittance Vgs =0 IY215] 25 35 mS
f = 1kHz
e . Vps = 15V
Capacité de transfert inverse =
Reverse transfer capacitance :/GS = " I1V|\|f| C2ss 1,2 pF
= z

* Impulsions

tp =300 us
Pulsed

6<2%
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BL Zb4

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

petits signaux) tamb = 25°C

(Sauf indications contraires)
(Unless otherwise stated)

Conditions de mesure .
Test conditions Min. Typ. Max.
VDS =15V
Capacité d’entrée = [
Input capacitance VGS v 1ss 4 pF
= 1MHz
VDS =15V
Capacité de sortie = C. E
Output capacitance VGS 1V 22ss 18 p
f = 1MHz
F de bruit & 1 kH Vos — 18V
acteur de bruit z
Noise figure at 1 kHz VGS =0 F 05 2 dB
Rg =1 MQ
Vphe = 15V
Tension équivalente de bruit ng -0 v, 0 nv__
Equivalent reverse voltage
’ £ = 10Hz e
(1) Quatre classes de Ipggs sont livrables sur demande
Four I pgg classes are available onrequest
Vgs2 Vps =15V [Y21s]
Groupe
Group
Vps =15V, Vgg=0 (rInDA) min max. min. f=1kHz
A 4,5 mA 1 -0,2V -1,2V 25 mS
B 6,5 mA 1.5 -04V -14V 3 mS
C mA 25 -05V -15V 35 mS
D 12 mA 35 -0,6 V -16V 4 mS

* |mpulsions = 300 us

Pulsed

6<2%
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bL Zb4

CARACTERISTIQUES STATIQUES
STATIC CHARACTERISTICS

| T ID T_1
(mA)| BC 264 A (mA) | BC 264 B |
VGS—U
i 5
V..=0 /
GS 4
’ |
Nl
l r VGS =-06V
2 /
2
T Vaeg=-05V /

GS ~

0 0 ]
0 5 10 15 Vps (V) 0 5 10 15 VDS(V)
1 I
D T D
(mA) | BC264C (mA) /} Vas =0
/ BC 264 D
8 8
Vgg =0
6 // 6
VGS:—1 v
4 Vgg=—05V 4 //
2 [Vgs=-1V 2
P sl Vgs=-2V
0 0 [ |
0 5 10 15 Vps (V) 0 5 10 15 Vbs (V)
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BL Zb4

CARACTERISTIQUES STATIQUES
STATIC CHARACTERISTICS

S s
a \:\‘\ bs
2 \\N\\ \\\
BC 264 A
10° \ \ \ N BC 264 B _|
8 \\ \ \‘ - BC 264 C ]
6 BC 264 D—
4 \ "/ )\<
2 Y\ \
0] \ \
P \ \ \
. \I\ [ \
2 \\ \
102
0 -1 -2 -3 VGS(V)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
c 10!
(pF) 10 T
Vpg =15V
8 f  =1MHZ]
6
\
a S~
I~
™~ Cljs
\‘
2
(o
— 225 |
— ]
C123s
100
0 2 a4 6 1 2
10 10 Vgs (V)







TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N

FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL

BF 245

Le BF 245 est un transistor a effet de champ sous
encapsulation plastique, réalisé en structure planar
épitaxiale et présentant une faible capacité de réaction.
Il est destiné aux amplificateurs a faible bruit et a
haute impédance d’entrée dans une gamme allant du
courant continu jusqu’aux VHF ainsi qu’aux choppers.

The BF 245 is a planar epitaxial field effect transistor in a
X-55 plastic envelope with a very low feedback capacitance.

s intended for use in low noise, high input impédance
amplifiers, from D.C. up to VHF range and also in choppers.

Vps 30 V max.

Ipss 2...25mAaVgg=0
en 3 groupes
in 3 groups

Cqas 1,1 pF typ.

Boitier plastique X-55 — Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

Plastic case

GIJ

See outline drawing CB-76 on last pages

S

Masse : 0,3 g. Bottom view

Weight Vue de dessous
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION ¢ p=+25°C (Sauf indications contraires)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) am (Unless otherwise stated)
Tension grille-drain
Gate-drain voltage VGD 30 \
Tension drain-source Vv +30 v
Drain-source voltage DS E2
Courant de grille )
Gate current G 10 mA
Puissance dissipée t = 25° P
Power dissipation case - tot 360 mwW
Température de stockage min t —55 °C
Storage temperature max stg + 150 °c
*Réduire de 2,9 mW par °C jusqu’a 150°C

Derate at 2,9 mW per °C up to 150°C
73 - 1/5
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BF 245

CARACTERISTIQUES STATIQUES tamp = 25°C (Sauf indications contraires)
STATIC CHARACTERISTICS am (Unless otherwise stated)
Conditions de mesure . )
Test conditions Min. Typ. Max.
Tension de claquage grille-source VDS =0
Gate-source breakdown voltage Ig =—TuA ViBRIGSS -30 Vv
Courant de fuite total de grille Vps =0
Total gate leakage current Vgs = -2V lgss -5 nA
Courant de drain (1) Vps = 18V *
Drain current Vgs = IDSS 2 25 mA
: : Vhe= 16V
Tension grille-source DS Vv " <
Gate-source voltage Ip = 200 pA GS 0,4 7,5 v
: ; Vphe = 15V
Tension grille-source de blocage DS Vv
Gate-source cut-off voltage ID = 10 nA GSoff -0.5 -8 v
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
Vps= 15V
Admittance de transfert direct =
Forward transfer admittance VGS g ’Y21 Sl 3 56 65 mS
f = 1 kHz
s . Vpg = 20V
Capacité de transfert inverse _
Reverse transfer capacitance ;/GS =-1v C1255 1.1 pF
= 1 MHz

* |mpulsions = 300us 6< 2%
Pulsed
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BF 245

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) t p=25°C (Sauf indications contraires)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) am (Unless otherwise stated)
Conditions de mesure .
Test conditions Min. Typ. Max.
Capacité d’entré i e
apacité d’entrée _
Input capacitance VGS = =1V C1ss 4 pF
= 1MHz
Capacité de sorti Vos = 20V
apacité de sortie _
Output capacitance VGS = =1V 02255 1.6 pF
= 1 MHz
Vps =20V
Vgg= -1V Gq1s 70 uS
= 100 MHz
Conductance d’entrée
Input conductance
Vpg = 20V
Vgs= -1V Gqqs 250 us
f = 200 MHz
(1)  Trois classes de Ipsg sont livrables sur demande
Three Ipgss classes are available on request
Ipss* Ves
Groupe
Group
Vps=15V,Vgg=0 Vpg =15V, Ip=200puA
A 2a 65mA —-04V a =22V
B 6 a 15 mA -16V a -38V
Cc 12 2 25 mA =32V a =75V
* |mpulsions ty =300us 6<2%

Pulsed
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BF 245

CARACTERISTIQUES STATIQUES
STATIC CHARACTERISTICS

T

8 + +

(a2 Vpg =15V 4
4
2
) /

10% ~

& /
M /

-1
107 .
i
4
2
1072
-3 -2 1 VgsV)

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

Y E
21s T 1171 T T
o (pF) =
(mS) Vpg =15V P Vpg =20V
foo=1kH 8—f =1MH:z
6
/ 6
5 /
/ I~
4 I~ o)
| / T
3 //
9 | '/ 2
! / p—t c2255
| . ——
1 —=
/// 72ss
0 |~ 100
2 a68 2 468 2 46 " 4 68 . 2
102 107" 10 Ip(mA) 10 18 as

(v)
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BF 245

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

b 2 g
11s 10 T 11s
( t 8
{mS) g [Vos =15V E;(mS)
| Vas=0 4
2 % 2
10" papi 100
8 < 8
€ __'v\'\a - €
P 2 / .
P4
2 A %\/’\" 5
10° 107
8 8
6 L 6
a / 4
/]
2 ¢
10" 102
2 6 8 2 4 6 8
10° 10 102
Y215 T
(mS) -VDS =15V l
6Vgs=0 921
68 J L
4
: /
%
ﬁ{y
100
. /
6
a /'
/
2
107
1 2 6 8 2 4 6 8
10 102 HMHZ'

12s
(m8)

[

Ya2s
(mS)

)

4

_91 26 trés faible
"VDS =15V

a}-Vas =9

4

6 8
f(MHz)

_9225 trés faible

"VDSZ 15V
VGS:O

4

6 8
f(MHz)

5/5






TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP, SILICIUM, CANAL N

FIELD-EFFECT TRANSISTOR, SILICON, N CHANNEL

BF 247

Le BF 247 est un transistor a effet de champ sous
encapsulation plastique réalisé en structure planar
épitaxiale et présentant une transadmittance directe
élevée. |l est destiné aux amplificateurs a faible bruit
et haute impédance d’entrée dans une gamme de
fréquence allant du courant continu aux VHF ainsi
qu’aux choppers.

The BF 247 is a planar epitaxial field effect transistor in a
X-55 plastic envelope, with a high forward transadmittance.
It is intended for use in low noise, high input impedance
amplifiers, from D.C. up to VHF range and also in choppers.

Vps 25 V max.

Ipss 30...250mA aVgg=0
en 3 groupes
in 3 groups

Y215l 23 mA/V typ a Vgs=10

Boitier plastique X-55 — Voir dessin coté CB-76 derniéres pages

Plastic case

See outline drawing CB-76 on last pages

S

Masse :0,3g. Bottom view

Weight Vue de dessous
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION ¢, . _.25.C (Sauf indications contraires)
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) am (Unless otherwise stated)
Tension grille-drain v _
Gate-drain voltage GD 25 v
Tension drain-source Vv 25 v
Drain-source voltage DS
Courant de grille |G 10 mA
Gate current
Puissance dissipée t = 25°C P %
Power dissipation case tot 250 mw
Température de stockage min. t —55 °c
Storage temperature max. stg +150 °C
* Réduire de 2 mW par °C jusqu’a 150°C

Derate at 2 mW per °C up to 150°C
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BF 247

CARACTERISTIQUES STATIQUES tamb =25°C (Sauf indications contraires)
STATIC CHARACTERISTICS am (Unless otherwise stated)
Conditions de mesure .
Test conditions Min. Typ. Max.
Tension de claquage grille-source VDS =0 Vv
Gate-source breakdown voltage lG = —1uA (BR)GSS —25 \
Courant de fuite total de grille Vps =
Total gate leakage current VGS = —15V IGSS -5 nA
Courant de drain (1) Vpg= 15V *
Drain current (1) VGS = Ipss 10 300 mA
Tension grille-source Vps = 15V
Gate-source voltage Ip = 200pA Vas -05 —14 v
’ . \Y =15V
Tension grille-source de blocage - 'DS
Gate-source cut-off voltage ID = 10nA VGSOff -06 —14,5 v
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
Admi d fert di Vps 18V
mittance de transfert direct _
Forward transfer admittance VGS =0 . |Y21s| 8 23 mS
f = 1kHz
VDS =15V
Capacité de transfert inverse = c
Reverse transfer capacitance ID 10 mA 12ss 35 pF
f = 1 MHz
) Vps = 15V
gapacné d'entrée ID = 10 mA (;,”Ss 15 pF
put capacitance
f = 1MHz
VDS =15V
Capacité de sortie - o)
Output capacitance ID 10mA 22ss 4,5 pF
f = 1MHz
(1) Trois classes de Ipgg sont livrables sur demande
Three | pgs classes are available on request
] *
DSS
Groups Vagd Vpg =15V, I =200 uA
G — - gs?Vps= PV, Ip=0H
roup) Vpg=15V,Vgg=0
A 30 2 80mA -15V a 4v
B 60 a 140 mA -3 Vailv
(o] 110 a 250 mA —-55V a —-12v
#* |mpulsions tp =300us 6<2%

Pulsed
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BF 247

CARACTERISTIQUES STATIQUES
STATIC CHARACTERISTICS

I r
D DS
(mA) ] Vgs=0V () Vps =0
A % % 5
1V )
80 =] i
/ 10
/ / =2V 5
60 = . l
/ »u .
40 //l i } B
. /
T | 2
7 1 /
/ —5V 102 ra
j—
20 ( I 5\} 5
l_ T | ____.—/
7 -7V 2
] Zal [ | 10!
0 4 8 12 18 VpglV) 0 2 4 6 8 -vgglV)
'o
() < Vps=15V
2 \\
o' \\
B \

0 2 4 6 8 —VgstV!
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BF 247

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

Yo1s
(mS) Vpg =15V
f =1kHzZJ
16 //
y,
12 /r
//
8 Y,
/V
/j
4 /.
Pz
L1
0 /
2 4 68 ) 2 8 1 2 4 68
10" 10 10 Ip(mA)
C1Zss
(pF) Vgs=-12V
5 f  =1MHz
6
a4
~
\\\
2
100
) 4 6 8 1 2 8
10 10 VpstV)

¢
1ss
(pF) Vpg=15V
o f =1MHz
4
2
\
10" I~
8
T~
6 ’\
4
2
10°
00 2 4 6 8 1 4 6 8
1 10 VGS(V)
Y
11s
(ms) @ Vps=15V
4
b
. S 11s
4’1'0
10" 9 <
°
4 ! /91‘]e
s/ /
2 +
e /s
0 \Q,
10 = //Q'.*
S/ 7 °
4
2
107"
P} G- ) 4 8
10 f (MHz)
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BF 247

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

Y12
(ms) 8

Y
—| 1 b L V_ . =15V 21s Vhe=15V
© «\bj 125 DS (mS) 8 DS
= 6
\O <
A
‘o a
| =20 mA g21s
2B —T= A
",
0
/9125
v/
&
(8]
<
P74 /&
N9, (S
y
/ / Q
—
10°
2 4 2 6 8
102 f (MHz) 102 f (MHz)
Vps=15V
a
\ ﬂ“/%
Lo N
/
o
10" Zot
8 ‘o
6
4
2
1072
2 2 6
10 f (MHz)
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DUAL FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL
DOUBLES TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

* ESM 25
* ESM25A

- LF amplification
Amplification BF

- Differential amplifier
Amplificateur différentiel

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

* Preferred device
Dispositif recommandé

Ves1'Vas2 {
s
IDss1
Ipss2

25 mV max. ESM 25
20 mV max. ESM 25 A

80 uV/°C max. ESM 25
50 uV/°C max. ESM 25 A

0,8 min.

Case [T0-71] — See

outline drawing CB-124 on last pages

Boi'tier Voir dessin coté CB-124 derniéres pages

(Pt&f) N
m |
| \ Bottom view
375 : = 10 Vue de dessous
)
| )
) \ p2G2
250 —{\ \ ) SI
1 w G D1
125 JI N
|
1 Weight : 0,9 g.
0 50 100 150t (°C) Masse
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) tamb = +25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION am| (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage
Tension drain-source VDS 30 v
Gate-source voltage Vv »
Tension grille-source GS 30 v
Cate-drain voltage Vv i
Tension grille-drain GD 30 v
Drain current | 15 oAl
Courant de drain D
Gate current I 10 A
Courant de grille
Power dissipation t . —ggoc | tramsistor (1) P 250 mw
Dissipation de puissance amb 2 transistors (2) tol 500 mw
Storage temperature min. t —65 oc
Température de stockage max. stg +200 oc
73-11 1/5
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ESM25 =
ESM25A *

MATCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES D’APPARIEMENT

“tamp = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Zero-gate voltage drain current ratio | VDS = 19V 'pss1 08
Rapport des courants de saturation VG g = 0 IDSS? ’
Gate-source differential voltage Vpg =16V NIRY; ESM 25 25 mvV
Tension différentielle grille-source ID = 200 nA GST7GS2 ESM 25 A 20 mV
Gate-source differential voltage VDS =15V AV
average temperature coefficient In = 200 uA GS ESM 25 80 uv/ec
Coefficient de température moyen de D AT ESM 25 A 50 uv/ec
la tension différentielle grille-source —55°C<tj<+ 1256°C
Forward transfer admittance ratio VDS =15V |Y21s|1
Rapport des admittances de transfert Vgs =0 Yor T2 0,8
direct = 1 kHz 21s
STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Vhe =0

DS |
- GSS -0,1 nA

Vgs = —20V
Total gate leakage current
Courant de fuite total de grille

Vps =0

Vgs = —20V IGss -0,1 A

_ o

tymp= 150°C

\% 0
Gate-source breakdown voltage DS
Tension de claquage grille-source Ig =-TwA V(BR)GSS -30 \

" Vpe = 15V

Drain current DS | *
Courant de drain Vgs = 0 DSS 05 10 mA

* Pulsed
Impulsions

tp=630us 6 <10%




*ESM 25
*ESM 25A

STATIC CHARACTERISTICS t —25°C (Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Gate-source cut-off voltage Vpg = 15V Vv _
Tension grille-source de blocage Ip =1nA GSoff =07 4.5 v
Vpe = 15V
Gate-source voltage DS
Tension grille-source Ip = 200 uA Vas —05 =4 v
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
; Vpg = 15V
nput capacitance
Capacité d'entrée VGS =0 C1 1ss 6 pF
= 1MHz
Vpg = 15V
Reverse transfer capacitance v 0 c 2
Capacité de transfert inverse GS — 12ss pF
f = 1MHz
g for el Vpg= 1BV
orward transfer admittance Y
Admittance de transfert direct VGS =0 | 215' 1 6 ms
f = 1kHz
B o Vpg =15V
utput transfer admittance
Admittance de sortie Vgs =0 |Y225' 50 us
= 1kHz
Vpg = 15V
Noise figure Vgs= 0 F 2 dB
Facteur de bruit RG = 2MQ
f = 1kHz
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ESM 25 *
ESM 25 A=*

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

(mA) (mA) Vrl)s=;r5 v ]
Vgs = " -
5 100 \\
5
. ‘TN
10" \ \
5 \ \
3
—0,5V 2 \ \
102 \ \
2 5 \ \
2
-3
1 L= -1V 10
5
o min ma,l(\
ok 18y 10 [\
0 5 10 15 20 25 Vpgv) 0 -1 -2 -3 VgV
DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
C11ss r C1Zss
(pF) Vps =15V (pF)
8 f =1 MHz |
max ]|
6 ‘100
E— min
5 8
a 6
3 \\ 4
'\ max VDS =15V
) — £ =1MHz
—
min 2
10° 107
0 -5 -10 =15 vgv) 0 -5 -10 15 vgglv)

4/5



* ESM 25
* ESM 25 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

©n lY21s|
(nV/VHz ) T 1 1 T (mS)
VDS=15V VDs=15V_
IAD =200 pA— 6 f =1kHz—]
f =4Hz
20 \\ ] \\‘\
2
. \ \
100 \
& \ \
10 & \ \
\ |
\\ 4
5 N
\\§ .
min max
0 1071
2 5 2 5 2 5 2 e a =
10 102 103 1047 fH2) 0 1 2 3 Vgstv)
9225 —
(uS) Vgs=0
£ =1kHz"
™ .
2 N 225= 7o~
10® ™
N
& AN
, \
2 \
10 \
. AN
: \ [
o' NN
. AVIAN
N\
2 \mafc H
min~ | |
10° l
1 4 6 0 2 4 68 1 2 4 68
10 10 10 VpstV)
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FIELD-EFFECT TRANSISTORS, SILICON. N CHANNEL
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP, SILICIUM. CANAL N

* ESM 4446
* ESM 4448

- Fast switching
Commutation rapide

- Chopper
Découpeur

- Very low cut-off current
Trés faible courant résiduel

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

sk Prefered device

Dispositif recommandé
100 mA min. ESM 4446
Ipss
50 mA min. ESM 4448
8Q max. ESM 4446
'DS on
120 max. ESM 4448

Case TO-18 — Seeoutlinedrawing CB-6 on last pages
CB-6 derniéres pages

Boitier

Voir dessin coté

Ptot
(W)
! N Bottom view
0,3 l Vue de dessous
| \
|
0.2 |— N s@s
|
I \ D
0.1 | N
!
|
| Weight : 0,32 g. Gate is connected to case
0 50 100 150t (ec) Masse La grille est reliée au boitier
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =4+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)
Drain-source voltage Vv
Tension drain-source DS 25 v
‘Gate-source voltage Vv
Tension grille-source GS -25 \
Gate-drain voltage Vv
Tension grille-drain GD —25 A\
Gate current I
Courant de grille G 100 mA
Power dissipation t = 250C P 0.4 Vi
Dissipation de puissance amb tot 5
Junction temperature t.
Température de jonction max. ] 200 °C
Storage temperature min. t _55 oC
Température de stockage max. stg +200 oC
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ESM 4446 *
ESM 4448 x

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamp =25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Gate current Vgg = —15V
Courant de grille lp =0 leso -0,2 nA
Vap= —-15V
| GD-_— 0 lepo —-0,2 nA
S /
Gate current
Courant de grille
VGD =-15V
ls =0 lepo -0,2 A
tomp= 150°C
Total gate leakage current Vgg= —15V
Courant de fuite total de grille Vpg =0 'ass -0,2 nA
Gate-source breakdown voltage lg =-1uA v
Tension de claquage grille-source Vpg =0 {BR)GSS -25 Y
Vhe = 10V
DSi _ Ipsx 02 nA
VGS =-10V
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain
Vps = 10V
Vgs = ~10V Ipsx 02 A
= 10,
tymb= 150°C
Drain current Vps = 10V I...% |ESM4446| 100 mA
Courant de drain VGS = DSS ESM 4448| 50 mA

* Pulsed t,=300us 6 <3%

Impulsions
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* ESM 4446
s ESM 4448

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

Temps total de décroissance

Gate-source cut-off voltage VDS =10V v ESM 4446|-3 -10 \
Tension grille-source de blocage |D = 1nA GS off ESM 4448|—1 -5 Vv
Drain-source saturation voltage Vgs =0 v ESM 4446 80 mV
Tension de saturation drain-source |D = 10mA DS sat ESM 4448 120 mV
On-state drain-source resistance Vgs =0 ' ESM 4446 8 Q
Résistance drain-source & |’état passant |D = 1mA DS on ESM 4448 12 Q
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux)
\Y% 0
On-state drain-source resistance | GS =0 g ESM 4446 8 Q
Résistance drain-source & |’état passant D s on ESM 4448 12 Q
f = 1kHz
Vpg =0
Input capacitance — et
Capacité d’entrée VGS v C1 1ss 50 pF
f = 1MHz
Vps = 0
Reverse transfer capacitance — c
Capacité de transfert inverse VGS v 12ss 25 pF
f = 1MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION
Turn-on delay time t
Retard & la croissance d(on) 15 ns
Vpp =15V
‘Rise time VGson =0 t 20
Temps de croissance Vgsx =12V r ns
|D on X 10 mA
Turn-off time toff 35 -
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ESM 4446 *
ESM 4448

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTATION

R

1uF

Generator —I l———l
Générateur | \ 5
V1 } U_ Oscilloscope
Zq =50 Q v Oscilloscope
t <1ns
t, <ins | | ] []1 [] f\’ z,=50Q
f 50
ty =02ups = [ k2 e t, <04 ns
f =100 Hz C, <20pF
L
2 +.4
Q
Vbp 1 uF
] T
A\
tD
V1 ﬁl
oV—
90 %
Vgsx =—12V 50 %
10%
V1= Vesx
41
4% t
V2ﬂ Loff ton
td(off) i tdon)
~ VDD
10%
D on 10 MA
Iponx26Q | 90%—
oV ~ ~
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* ESM 4446
*ESM 4448

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

o
(mA)
30

25

20

(mA) | ESM 4446
| tamp = 25°C Vgg =0V’
w7
/| —1v
300 / r/
// 2y
—
200 / ’/—_— =3
/J/ P -
10044 / —4V
Y
A ==
" =55V _L ]
0 5 15 vpetv)
'
ESM 4446 _ (mA) | ESM 4446 vG§ =0
tamb = 25°C Ves = tamb = 26°C A
AN 30 £
// 1 L . / / }_2 v
// //—3V—‘ 25 / /,_3Vﬁ
VA NN/
—av L —av
/SRy
e
7 ] 1/
=
e 0 -6V
0 100 200 300 —Vpg (mV) 0 100 200

300 Vpgimv)
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ESM 4446 *
ESM 4448 *

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

ESM 4448

(mA) tp=300 s
tamb =25°C 5 <3%
300 Vgg=0
200 /
-1V
/
100 ‘|2 Y,
—2,5V
iy
o —3,5V =]
0 5 10 15 VDS(V)
_ 'n
(mA) [ Esm 4448 b Vs =0 (mA) | ESM 4448 Vgs =0
tamp = 25°C / tamb = 25°C /'
30 / 30
y -1V / y -1V
: 4 / i //
) J i} ) ) /
/ d / a / d / .
) //// * //
10 //7// = 10 /’7// -
5 // / 5 /j /
L~ ~
0 -4V 0 L -4V
0 100 200 300 -vpg(mv) 0 100 200 300 vpgmv)
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* ESM 4446
* ESM 44438

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

1 o
D DS o
(mA) 9| I o ]
p— 2

1022 — ESM 4446 /

5 2

ESM 4448 N N, I

10’ AN AN 103 [

5 N\ N\ 5

: N /
100 2

2 2 l

\ 107

107" \[ 5 /[ //

& ESM 4448 ESM 4446

2 \l 2 // //
10-25 Lt =300 pus 10 —

p< > In e —

32 | 6 <3% [ 5
10 — t ' =1kHz

5,:/05:125;:/(: . 5 Vps = 100mVcac_|

2| "amb — { — 750
10-4 | | 100 | tamp = 25°C L

0 1 2 3 4 5 6-VgiV) 0 1 2 3 4 5 6 —VgsW)

DYNAMIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

Cﬂss 12ss
(pF) (pF)

~ 15 \ ~J
S~ —

ESM 4448

ESM 4448
2
Vhie=0 Y =-10V
D! -
f =1 MHz fGS=1MHz
tamb™ 25°e 1 tamb=25°c
10" 10 |
0 10 —VgstV) 0 2,5 5 7,5 10 v _.(v)
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F.E.T. ANALOGIC GATES

SE.T 7001

PORTES ANALOGIQUES A TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP SF T 7002

SF.T 7003
SF.T 7004

These silicon devices are constituted by :

- a field-effect transistor N channel

- a voltage variable capacitance diode

- a PNP bipolar transistor.
They are designed for high level switching : (multiple-
xing analogic-digital converter, telemetry and chopper)
because the very low on-resistance and cut-off current.
They can be used with logic DTL or TTL, they insure

indispensable insolation between useful signal and
driving signal without transformer.

SO 0D
|

F-———4————0¢

Ces dispositifs, au silicium sont composés :

- d‘un transistor & effet de champ canal N

- d’une diode & capacité variable

- d’un transistor bipolaire PNP.
lls sont prévus pour la commutation & fort niveau : (multi-
plexage convertisseur i digital, télémétrie et chop-

per) du fait de la faible résistance & I’état passant et du faible
courant de blocage.

Ils peuvent étre associés & un ensemble logique DTL ou TTL
et assurent l’isolement nécessaire entre le signal utile et le
signal de commande sans [‘utilisation de transformateur.

Case F 100 — See outline drawing CB-49 on last pages
Boitier Voir dessin coté CB-49 derniéres pages

————— —-4—————OC
B
Weight : 0,9 g. Bottom view
E Masse Vue de dessous
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) t =+250C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D’UTILISATION amb (Sauf indications contraires)

Gate-source voltage v
Tension grille-source GS -30 \%
Collector-base voltage v _40
Tension collecteur-base CBO \
= =]
tamb = 25°C 0,8
Power dissipation P ”
Dissipation de puissance tot
= 250
tease = 25°C 2
Operating temperature (at zero dissipation) min. % —55 °C
P! de foncti t op. R
(3 dissipation nulle) max. +175 [}
Storage temperature min. t —65 °Q
Température de stockage max. stg +200 oC
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SE.T 7001
SFE.T 7002
SF.T 7003
SF.T 7004

-STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Field-effect transistor N channel
Transistor & effet de champ canal N

tamb = 25°C

(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure

Min. Typ. Max.

gl w | s
VGS =0 . ’
Ip = 1mA DSon
SF.T 7003
50 Q
SF.T 7004
On-state drain-source resistance
Résistance drain-source & /'état passant
SF.T 7001
- 140 Q
VGS 0 SF.T 7002
Ip =1 mA "DSon
t = 85°C
amb SF.T 7003 90 Q
SF.T 7004
=20V
Vbs Ipsx 1 nA
Vgg = 7V
Drain cut-off current
Courant résiduel de drain VDS =20V
Vs = 7V 'psx 20 nA
Lmb= 85°C
Ven = 20V
SD | & 1
Vgp= =7¥ SDX o
Source cut-off current
Courant de blocage de source VSD =20V
Vgp= -7V Ispx 20 nA
tymp = 85°C
Gate-source breakdown voltage VDS =0 Vv 30 v
Tension de claquage grille-source |G = —=1uA (BR)GSS
DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) Field-effect transistor N channel
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) Transistor a effet de champ canal N
& p Vgp= —10V
ate to drain capacitance -
Capacité grille-drain IS 0 CGD 5 pF
f = 1MHz
1
Vgg = —10V
Gate to source capacitance | -0 C 5 pF
Capacité grille-source S GS
f = 1MHz
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SF.T 7001
SF.T 7002
SF.T 7003
SF.T 7004

SWITCHING CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION

Field-effect transistor N channel
Transistor a effet de champ canal N

— 9250
tamb = 25°C
(Unless otherwise stated)
(Sauf indications contraires)

Test conditions
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Turn-on time Fig. 1 t 07 4
Temps total de croissance 9: on v
Turn-off time H . s
7omps total de décroissance Fig. 1 off 0.7 H
PNP transistor
Transistor PNP
Vv -30V
Collector-base cut-off current CB | .
Courant résiduel collecteur-base | E =0 CBO 10 nA
Collector-base breakdown voltage lc = —10 uA Vv .
Tension de claquage collecteur-base | E 0 (BR)CBO 40 \
SF.T 7001
-30 \%
i | = _10mA SF.T 7003
Collector-emitter breakdown voltage C Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur IB =0 (BR)CEO
SF.T 7002 0 ”
SF.T 7004
Emitter-base breakdown voltage lc =0 v 5 v
Tension de claquage émetteur-base IE = —-0,1 uA (BR)EBO =
Static forward current transfert ratio VCE = 10V
Valeur statique du rapport de transfert _ h2 1E 40
di 1 = —-10mA
irect du courant (& .
Gate characteristics
Caractéristiques de la porte analogique
SF.T 7001
*B \Y
SF.T 7003
DC input voltage Fig. 1 v
Tension continue d‘entrée * !
SF.T 7002
+10 \%
SF.T 7004
SF.T 7001 5 "
) Fig. 2 SF.T 7003
AC input voltage (peak to peak) v
Tension alternative d’entrée (créte a créte) i
0 <f<20MHz SF.T7002) o v
SF.T 7004
Transmitted frequency without
attenuation Fig.2 f 20 MHz
Fré sans atté
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SF.T 7001
SF.T 7002
SFE.T 7003
SF.T 7004

Gate characteristics
Caractéristiques de la porte analogique

i
2,7 kS |
Ao—] 1‘
510 Q 2200 | |47 kQ []5 K
=y v . v
T “F T
’ Figure 1
o8B
300 ps (5 < 2 %)
‘—.i
2,7 kQ
A 0—'
510 Q2

Figure 2

TEST CONDITIONS
CONDITIONS DE MESURE

SF.T 7001 'SF.T 7003 SF.T 7002 SF.T 7004
Va —12v -8V
Vee +12V +18V
/
Vee -12v -8V
v, +5V +10V

5V (peak to peak)

(créte a créte) 0<f<20MHz
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Tél : (20) 51 -32- 42 59, rue de Village - 13291 Marseille Cedex 2
Tél :(91) 47 -97 - 76  Télex : 43387
Ouest

Midi-Pyrénées
m Aufray et Cie

45, rue Gustave Nicolle = Sodimep
BP 472 - 76057 Le Havre Cedex ¥ 8, rue Jean Suau - 31000 Toulouse
Tél :(35)48-00-39;48-15-84 Tél:(61)22-40-12 ; 22-41-88 Télex : 52251 (Sodimep)
® Aufray et Cie Sud-Ouest
40, rue Pierre Sémard - 76140 Petit Quevilly
Tél : (35) 72 -84 - 07 ® Sodico

) . 82, Cours Gambetta - 33210 Langon
= Bellion et Cie Tél: 180 et 436 Télex : 56613
40, quai de I'Ouest - BP 212 - 29271 Brest Cedex
Tél :(98) 80-38-00 Télex : 74513 Sud-Est
Est ® Sescosem

Service Commercial - 38120 St Egréve

® Selfco Tél: (76) 75-81-12  Télex :25731F
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg
Tél : (88) 32-59 - 33 Sud
® Inter Electronique ® Sescosem
8, rue Albert Einstein Service Commercial
2Z.1. de la Planoise - 25000 Besangon 15, Av. Camille Pelletan - 13602 Aix en Provence

Tél:(81)83-66-79;83-66-70 Tél:(91) 27-98- 15 Télex : 41 665



Verkaufsstellen

Verkaufsbiiros
Berlin
m Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG

1000 Berlin 31, Emserstrasse 2
Telephon : (03-11) 86 -70- 17 Telex : 182665

Frankfurt

= Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG
6000 Frankfurt 70, Hans - Thoma - Str. 12
Telephon : (06 - 11) 62 - 42 - 42 Telex : 4 13059

Hamburg
m Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG

2000 Hamburg 39, Bilser Strasse 9
Telephon : (04 - 11) 5-11-97 Telex : 215403

Hannover

® Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG
3000 Hannover, Eichstrasse 43
Telephon : (05-11) 2-45-95 Telex : 922 306

Miinchen

® Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG

8000 Miinchen 25, Fallstrasse 42

Telephon : (08 - 11) 73 - 10 - 42 Telex : 522916
Niirnberg

® Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG

8500 Nurnberg, Bessemestrasse

Telephon : (09- 11) 56 - 33-92 Telex : 6 23 361
Stuttgart

® Sescosem Halbleiter GmbH et Co. KG

7000 Stuttgart 1, Rosenbergstrasse 184
Telephon : (07 - 11) 63 - 83 - 44/45 Telex : 721718

Distributer

Berlin

® Dr. G. Dohrenberg

1000 Berlin 31, Wilhelmsaue 39 - 42

Telephon : (03 - 11) 8-22-55-36 Telex : 184860
Bremen

® A + B electronic

2800 Bremen, Alten Wall 24

Telephon : (04 - 21) 35 -40- 81 Telex : 244 363
Dortmund

® RTG E. Springorum KG

4600 Dortmund, Wilhelm - Brand - Strasse 1
Telephon : (02 -31) 4-19-45 Telex : 822534
Frankfurt

® Spoerle electronic
6079 Sprendlingen, Otto-Hahn-Strasse 1

Telephon : (0-61-03) 6-20-31..... 38 Telex : 415095

Hamburg

= RTG E. Springorum KG
2000 Hamburg 1, Beim Strohlause 14
Telephon : (04 - 11) 24 - 23 - 22 Telex : 2162615

Koln
s WM C W. Meier et Co

5000 Koln-Braunsfeld, Maarweg 66
Telephon : (02 -21) 52-60- 11 Telex : 8882316

Miinchen

u Celdis GmbH

Georg Welzel KG

8000 Minchen 80, Orleansplatz 5
Telephon : (08 - 11) 45 - 43 - 06

Niirnberg

= ADCO - Electronic

Franz Adamczewski et Co

8500 Nurnberg, Friedrichstrasse 17

Telephon : (09 - 11) 33-93-83 Telex : 622781

Stuttgart

® «elecdis»

Ruggaber KG

7000 Stuttgart 1, Leuschnerstrasse 44

Telephon : (07 - 11) 62 - 40 - 44 Telex : 7 21563

Ausland

Vertragshandler und Vertretung

Osterreich

® Transalpina

Dr. Max Vinatzer

1011 Wien 1, Elisabethstrasse 8

Telephon : (02 - 22) 56 - 15-71 Telex : 12717



Local distributors

South Africa

® Comtek
Po Box 57, Alberton Transvaal
Tel :869-57-86 Twx:J-43-76-34

Argentina

mColmarSR L

San José 151 Buenos Aires

Tel :37-5176 Twc : Colmar
Australia

® Pantechna Trading PTY Ltd
570 Bourke street BB - GPOB 2647 X - Melbourne 3001
Tel : 67 -69- 63 Tlg : Thomaus.AA 31888

“ustria
@ Transalpina

Elisabethstrasse 8 - 1010 Wien
Tel :56-15-71 Twx : Inland 12 717

Belgium
® Thomson S.A.

196 A, Avenue Louise B - 1050 Bruxelles 5
Tel : 49-29-54 Twx :23 113

Brazil
m Thomson C.S.F. Componentes do Brazil
Caixa Postal 4854 Sao Paulo

Tel : 61-64-83 Twx : Tesafibra Embratel
Sao Paulo SP 309 171

Canada

= E.G. Lomas Ltd

227, Laurier Avenue Ottawa 4 Ontario
Tel :232-71-06 Tlg : Agenidas

Denmark

= SCANSUPPLY

20, Nannasgade

DK 2200 Copenhague
Tel :1-93-50-90
Finland

= QY Sufra AB

Ruusulankatu 20 A 12 Helsinki 25

Tel :49-01-37 Tlg : Pierrejoly Helsinki
West Germany

® Sescosem Halbleiter GmbH u. Co KG

8000 Miinchen 25 Fallstrasse 42
Tel :89-73-10-42 Twx :522916

Great Britain

® Thomson C.S.F. UK Ltd
Bilton House Uxbridge Road
Ealing, London W5 2 TT
Tel : (01) 579 - 56511

Holland

® Compagnie Générale d'Electricité
Koninginnegracht 64 La Haye
Postbus 1860 La Haye

Tel :60-88-10 Twx : 31 045

- West India

= N.J. International Corporation
65, Ashok Chambers Broach Street Bombay 9
Tel : 328 -509  Tlg : Promptdeal

East India
= Kashinath and Co
10 - 2 - 289/71 Shantiwagar

Hyderabab 28 AP
Tel : 369 - 42

Twx : 9037

Twx : 25 659

Tlg : Antec

Israel

= Cidev

47, Rothschild Boulevard
Po Box 2024 - Tel Aviv

Tel :225-588 Twx :628

Italy

m Mistral SPA

Via Melchiorre Gioia, 72

20 125'Milano

Tel :68-84-141 Twx :31042

Japan

® Thomson C.S.F. Japan K.K

Kyosho Building

1-13- 10 Hirakawa - Cho Chiyoda - Ku
Tokyo 102

Tel : 264 - 6341 Twx : Tesafipo TK 22756
® Teikoku Sanso Kabushiki Kaisha

38 Shiba Kotochira - cho, Minatoku Tokyo

Tel : Tokyo 502 - 0551 Twx : 222 - 3190 Tei-Sanso Tok

Mexico

® Thomson C.S.F. de Mexico

Nilo 80 - 2 Piso Mexico 5 D F Balderas 32 - 414
Tel :11-35-08

Twx : Tesafimex 017 - 79 - 11 Mexico

® Proveedora Electronica SA
Apartado postal M. 7607

Mexico 1D F

Tel :5-10-24-21-5-21-69-80

Morocco

m Sté de Fabrications Radioélectroniques Marocaines
40, boulevard de la Résistance

Palais Mirabeau - Casablanca

Tel :791-00-791-23 Twx:21924

Norway

® Feiring A/S

Nil Hansens Vei, 7 Oslo 6 or Po Box 101 Bryn Oslo 6
Tel : (2) 68-63-60 Twx :16 435

Portugal

m Sd Com. Rualdo
Rua S. Jose 15 Lisbonne 2 .
Tel : P.P.C 33725 TIg: Rualdo Lisbonne 2

Spain
® Componentes Electronicos S.A.
Poligono industrial Fontsanta, Calle H S/N

San Juan Despi, Barcelona
Tel :319-46-50 Twx :53077

Sweden

® Elektroholm AB
Dalvagen 12 S- 171 03 Solna 3
Tel :82-02-80 Twx : 19 389

Switzerland

® Modulator S.A.
Fischerweg 11 - 13 — 3000 Berne 9
Tel :23-21-42  Twx :32431

US.A.

® Nucleonic Products Co, Inc

6660 Variel Avenue, Canoga Park
California 91 303

Tel : (213) 887 - 1010 Twx : 651 479
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